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DESCRIPCION
Unidad de formacién de trayectoria de arco y relé de corriente continua que comprende la misma
Campo técnico

La presente descripcidn se refiere a una unidad de formacién de trayectoria de arco y a un relé de corriente continua
(DC) que incluye la misma, y mas particularmente, a una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una
estructura capaz de formar una trayectoria de descarga de arco usando una fuerza electromagnética y evitando
dafios en un relé de DC, y a un relé de DC que incluye la misma.

Antecedentes de la técnica

Un relé de corriente continua (DC) es un dispositivo que transmite una sefial de accionamiento mecénico o una
sefial de corriente usando el principio de un electroiman. El relé de DC también se denomina interruptor magnético y
generalmente se clasifica como un dispositivo de conmutacién de circuito eléctrico.

Un relé de DC incluye un contacto fijo y un contacto mévil. El contacto fijo estd conectado eléctricamente a una
fuente de alimentacién externa y a una carga. El contacto fijo y el contacto moévil se pueden poner en contacto o
separarse entre si.

Mediante el contacto y la separacién entre el contacto fijo y el contacto mévil se logra la conexién o desconexidon
eléctrica a través del relé de DC. Tal movimiento, como el contacto o la separacién, se hace mediante una unidad de
accionamiento que aplica una fuerza de accionamiento.

Cuando el contacto fijo y el contacto mévil se separan uno de otro, se genera un arco entre el contacto fijo y el
contacto mévil. El arco es un flujo de corriente de alta presidn y alta temperatura. Por consiguiente, el arco generado
se debe descargar rapidamente del relé de DC a través de una trayectoria preestablecida.

Una trayectoria de descarga de arco se forma por imanes proporcionados en el relé de DC. Los imanes producen
campos magnéticos en un espacio donde el contacto fijo y el contacto moévil estdn en contacto uno con otro. La
trayectoria de descarga de arco se puede formar mediante los campos magnéticos formados y la fuerza
electromagnética generada por un flujo de corriente.

Haciendo referencia a la FIG. 1, se muestra un espacio en el que los contactos fijos 1100 y un contacto mévil 1200
proporcionados en un relé de DC 1000 segun la técnica anterior estdn en contacto unos con otros. Como se
describi6é anteriormente, se proporcionan imanes permanentes 1300 en el espacio.

Los imanes permanentes 1300 incluyen un primer iméan permanente 1310 dispuesto en un lado superior y un
segundo iman permanente 1320 dispuesto en un lado inferior. Un lado inferior del primer iman permanente 1310 se
magnetiza a un polo N, y un lado superior del segundo iman permanente 1320 se magnetiza a un polo S. Por
consiguiente, se genera un campo magnético en una direccidén desde el lado superior al lado inferior.

(a) de la FIG. 1 ilustra un estado en el que la corriente fluye a través del contacto fijo izquierdo 1100 y fluye hacia
fuera a través del contacto fijo derecho 1100. Segun la regla de la mano izquierda de Fleming, una fuerza
electromagnética se forma hacia fuera como se indica con una flecha sombreada. Por consiguiente, un arco
generado se puede descargar hacia fuera a lo largo de la direccién de la fuerza electromagnética.

Por otra parte, (b) de la FIG. 1 ilustra un estado en el que la corriente fluye a través del contacto fijo derecho 1100 y
fluye hacia fuera a través del contacto fijo izquierdo 1100. Segun la regla de la mano izquierda de Fleming, una
fuerza electromagnética se forma hacia dentro como se indica con una flecha sombreada. Por consiguiente, un arco
generado se mueve hacia dentro a lo largo de la direccion de la fuerza electromagnética.

Diversos miembros para accionar el contacto mévil 1200 para que se mueva hacia arriba y hacia abajo (en una
direccién vertical) se proporcionan en una regién central del relé de DC 1000, es decir, en un espacio entre los
contactos fijos 1100. Por ejemplo, se proporcionan en la posicién un eje, un miembro de resorte insertado a través
del eje, etc.

Por lo tanto, cuando un arco generado como se ilustra en (b) de la FIG. 1 se mueve hacia la regién central, existe el
riesgo de que diversos miembros proporcionados en la posiciéon se puedan dafiar por la energia del arco.

Ademés, como se ilustra en la FIG. 1, una direccién de la fuerza electromagnética formada en el interior del relé de
DC 1000 de la técnica relacionada depende de una direccién de corriente que fluye a través de los contactos fijos
1200. Por lo tanto, la corriente fluye preferiblemente solamente en una direccién preestablecida, esto es, en una
direccién ilustrada en (a) de la FIG. 1.

En otras palabras, un usuario debe considerar la direccién de la corriente siempre que se use el relé de DC. Esto
puede causar inconvenientes en el uso del relé de DC. Ademas, independientemente de la intencién del usuario, no
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se puede excluir una situacién en la que la direccidén de flujo de la corriente aplicada al relé de DC se cambie debido
a una operacién inexperta o similar.

En este caso, los miembros dispuestos en la regién central del relé de DC se pueden dafiar por el arco generado.
Esto probablemente puede reducir la vida util del relé de DC y causar un accidente de seguridad.

La solicitud de registro coreana N° 10-1696952 describe un relé de DC. Especificamente, se describe un relé de DC
que tiene una estructura capaz de evitar el movimiento de un contacto mévil usando una pluralidad de imanes
permanentes.

El relé de DC que tiene la estructura puede evitar el movimiento de un contacto mévil usando una pluralidad de
imanes permanentes, pero hay una limitacién en que no se considera ningun método para controlar una direccién de
una trayectoria de descarga de arco.

La solicitud de registro coreana N° 10-1216824 describe un relé de DC. Especificamente, se describe un relé de DC
que tiene una estructura capaz de evitar una separacién arbitraria entre un contacto mévil y un contacto fijo usando
un iméan amortiguador.

No obstante, el relé de DC que tiene la estructura meramente propone un método para mantener un estado de
contacto entre el contacto mévil y el contacto fijo. Es decir, hay una limitacién en que no se introduce un método
para formar una trayectoria de descarga para un arco generado cuando el contacto mévil y el contacto fijo se
separan uno de otro.

Solicitud de registro coreana N° 10-1696952 (16 de enero de 2017).
Solicitud de registro coreana N° 10-1216824 (28 de diciembre de 2012).

El documento EP 2 197 009 A1 describe contactores para una operacién de DC unidireccional con extincién de arco
magnético permanente. Los contactores estan equipados con imanes permanentes compensatorios para compensar
el campo magnético en las inmediaciones del puente de contacto. El campo magnético de los imanes
compensatorios y la corriente que fluye a través del puente de contacto generan una fuerza magnética que actua
sobre el puente de contacto y mantiene cerrados los contactos eléctricos.

Descripcién de la invencién
Problema técnico

La presente descripcién describe una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura capaz de
resolver estos problemas, y un relé de DC que tiene la misma.

La presente descripcion también describe una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura
en la que un arco generado no se extiende hacia una regién central, y un relé de DC que tiene la misma.

La presente descripcion describe ademés una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura
capaz de formar una trayectoria de descarga de arco hacia el exterior, independientemente de la direccidén de la
corriente aplicada a un contacto fijo, y un relé de DC que tiene la misma.

La presente descripcion describe ademés una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura
capaz de minimizar el dafio sobre los miembros situados en una regidén central debido a un arco generado, y un relé
de DC que tiene la misma.

La presente descripcion describe ademés una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura
capaz de extinguir suficientemente un arco generado mientras que el arco generado se mueve, y un relé de DC que
tiene la misma.

La presente descripcion describe ademés una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura
capaz de aumentar la intensidad de los campos magnéticos para formar una trayectoria de descarga de arco, y un
relé de DC que tiene la misma.

La presente descripcion describe ademés una unidad de formacién de trayectoria de arco que tiene una estructura
capaz de cambiar una trayectoria de descarga de arco sin un cambio estructural excesivo, y un relé de DC que tiene
la misma.

Solucién al problema

Con el fin de lograr esos aspectos de la materia objeto descrita en la presente memoria, se proporciona una unidad
de formacién de trayectoria de arco segun la reivindicacién 1.
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En la unidad de formacién de trayectoria de arco, el primer iman, el segundo iman, el tercer iméan y el cuarto iman se
extienden en una direccidn, y el primer iman se extiende més largo que el segundo iman, el tercer iman y el cuarto
imén.

En la unidad de formacidn de trayectoria de arco, el centro del espacio se puede situar en una linea recta imaginaria
que conecta el centro del primer iman en la direccién de extensién y el centro del cuarto imén en la direccién de
extension.

En la unidad de formacién de trayectoria de arco, el primer iman puede estar dispuesto sobre la primera superficie y
el segundo iman, el tercer iman y el cuarto iman pueden estar dispuestos sobre la segunda superficie. La primera
superficie enfrentada del primer iman y la cuarta superficie enfrentada del cuarto iman pueden tener un polo Ny la
segunda superficie enfrentada del segundo iman y la tercera superficie enfrentada del tercer iman pueden tener un
polo S.

En la unidad de formacién de trayectoria de arco, una distancia entre el segundo imén y el cuarto iman puede ser
igual a la distancia entre el tercer imén y el cuarto iman.

En la unidad de formacién de trayectoria de arco, el cuarto iméan puede extenderse més largo que el segundo iman y
el tercer imén.

En la unidad de formacién de trayectoria de arco, el cuarto iméan puede extenderse mas corto que el segundo iman y
el tercer imén.

En la unidad de formacién de trayectoria de arco, el segundo imén, el tercer iman y el cuarto iman pueden
extenderse en la misma longitud.

Con el fin de lograr esos aspectos de la materia objeto descrita en la presente memoria, se proporciona un relé de
corriente continua segln la reivindicacién 8.

Efectos ventajosos de la invencion
Segun la presente descripcién, se pueden lograr los siguientes efectos.

En primer lugar, una unidad de formacién de trayectoria de arco puede producir un campo magnético en el interior
de una camara de arco. El campo magnético puede generar una fuerza electromagnética, junto con una corriente
que fluye a través de contactores fijos y un contactor mévil. La fuerza electromagnética se puede generar en una
direccién lejos del centro de la camara de arco.

Por consiguiente, un arco generado se puede mover en la misma direccién que la fuerza electromagnética para
alejarse del centro de la cdmara de arco. Esto puede evitar que el arco generado se mueva a una regién central de
la cdmara de arco.

Ademas, unos imanes que se miran entre si se pueden disponer de manera que lados de los mismos que se miran
entre sitengan polaridades diferentes.

Es decir, la fuerza electromagnética generada en las inmediaciones de cada contactor fijo puede avanzar lejos de la
regién central, independientemente de la direccién de flujo de corriente.

Por lo tanto, un usuario no necesita conectar una fuente de energia al relé de corriente continua en consideracién de
una direccién en la que se mueve un arco. Esto puede dar como resultado una mejora de la comodidad del usuario.

Es decir, un Unico iman se puede disponer en una superficie de un marco de iman. El Unico imén puede extenderse
méas largo que otros imanes. Una pluralidad de imanes se puede disponer en otra superficie del marco de iman. La
pluralidad de imanes pueden ser méas cortos que el Unico iman.

La pluralidad de imanes pueden estar separados unos de otros por distancias predeterminadas. La pluralidad de
imanes pueden ser tres. Un lado de uno de los tres imanes que esté situado entre los otros dos imanes puede tener
una polaridad igual a una polaridad de un lado del Unico iman que mira hacia el imén. Un lado de cada uno de los
dos imanes que mira hacia el Unico iman puede tener una polaridad diferente de la polaridad de un lado del Unico
iman.

Por consiguiente, se puede formar una trayectoria de arco formada por el campo magnético de modo que el arco
generado se mueva en una direccién lejos de la regién central de la camara de arco. Por consiguiente, se puede
evitar que diversos componentes situados en la regidén central se dafien debido al arco generado.

Ademas, el arco generado puede extenderse hacia el exterior del contactor fijo, que es un espacio mas amplio,
distinto de hacia el centro de un marco de iman, que es un espacio estrecho, es decir, hacia un espacio entre los
contactores fijos.
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Por consiguiente, el arco se puede extinguir suficientemente mientras que se mueve a lo largo de una trayectoria
larga.

La unidad de formacién de trayectoria de arco puede incluir una pluralidad de imanes. Los imanes pueden producir
un campo magnético principal unos con otros. Cada iman puede producir un campo magnético secundario por si
mismo. El campo magnético secundario puede fortalecer el campo magnético principal.

Esto puede dar como resultado un aumento de la fuerza electromagnética generada por el campo magnético
principal. Por consiguiente, se puede formar de manera efectiva una trayectoria de descarga de arco.

También, cada iman puede generar la fuerza electromagnética en diversas direcciones simplemente cambiando un
método de disposicién y una polaridad. En este momento, no tiene que ser cambiada la estructura y la forma de un
marco de imén que tiene los imanes.

Por lo tanto, una direccién de descarga de arco se puede cambiar facilmente incluso sin cambiar excesivamente una
estructura completa de la unidad de formacién de trayectoria de arco. Esto puede dar como resultado una mejora de
la comodidad del usuario.

Breve descripcién de los dibujos

La FIG. 1 es una vista plana que ilustra un proceso de formacién de una trayectoria de movimiento de arco en un
relé de corriente continua (DC) segun la técnica relacionada.

La FIG. 2 es una vista en perspectiva de un relé de DC segln una implementacién.

La FIG. 3 es una vista en seccion transversal del relé de DC de la FIG. 2.

La FIG. 4 es una vista en perspectiva que ilustra el relé de DC de la FIG. 2 parcialmente abierto.
La FIG. 5 es una vista en perspectiva que ilustra el relé de DC de la FIG. 2 parcialmente abierto.

La FIG. 6 es una vista conceptual que ilustra una unidad de formacién de trayectoria de arco de acuerdo con una
implementacién.

La FIG. 7 es una vista conceptual que ilustra una unidad de formacién de trayectoria de arco de acuerdo con un
ejemplo modificado de la implementacién de la FIG. 6.

La FIG. 8 es una vista conceptual que ilustra una unidad de formacién de trayectoria de arco de acuerdo con otra
implementacién.

La FIG. 9 es una vista conceptual que ilustra una unidad de formacién de trayectoria de arco de acuerdo con un
ejemplo modificado de la implementacién de la FIG. 8.

La FIG. 10 es una vista conceptual que ilustra una unidad de formacién de trayectoria de arco de acuerdo con otra
implementacién més.

La FIG. 11 es una vista conceptual que ilustra una unidad de formacién de trayectoria de arco de acuerdo con un
ejemplo modificado de la implementacién de la FIG. 10.

Las FIGS. 12 y 13 son vistas conceptuales que ilustran un estado en el que una trayectoria de arco se forma por la
unidad de formacién de trayectoria de arco segin la implementacién de la FIG. 6.

Las FIGS. 14 y 15 son vistas conceptuales que ilustran un estado en el que una trayectoria de arco se forma por la
unidad de formacién de trayectoria de arco segin la implementacién de la FIG. 7.

Las FIGS. 16 y 17 son vistas conceptuales que ilustran un estado en el que una trayectoria de arco se forma por la
unidad de formacién de trayectoria de arco segun la implementacién de la FIG. 8.

Las FIGS. 18 y 19 son vistas conceptuales que ilustran un estado en el que una trayectoria de arco se forma por la
unidad de formacién de trayectoria de arco segun la implementacién de la FIG. 9.

Las FIGS. 20 y 21 son vistas conceptuales que ilustran un estado en el que una trayectoria de arco se forma por la
unidad de formacién de trayectoria de arco segln la implementacién de la FIG. 10.

Las FIGS. 22 y 23 son vistas conceptuales que ilustran un estado en el que se forma una trayectoria de arco
mediante la unidad de formacién de trayectoria de arco segln la implementacion de la FIG. 11.

Modo para la invencién
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De aqui en adelante, una unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 y un relé de DC 10 que incluye la
misma segun las implementaciones de la presente descripcién se describiran en detalle con referencia a los dibujos
que se acompafian.

En la siguiente descripcién, se pueden omitir descripciones de algunos componentes para ayudar a la comprension
de la presente descripcion.

De aqui en adelante, una unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 y un relé de DC 10 que incluye la
misma segun las implementaciones de la presente descripcién se describiran en detalle con referencia a los dibujos
que se acompafian.

En la siguiente descripcién, se pueden omitir descripciones de algunos componentes para ayudar a la comprension
de la presente descripcion.

1. Definicién de términos

Se entenderd que cuando se hace referencia a un elemento como que estad “conectado con” otro elemento, el
elemento puede estar conectado con el otro elemento o también pueden estar presentes elementos intermedios.

Por el contrario, cuando se hace referencia a un elemento como que estd “conectado directamente con” otro
elemento, no hay presentes elementos intermedios.

Una representacion singular usada en la presente memoria puede incluir una representacién plural a menos que
represente un significado claramente diferente del contexto.

El término “magnetizar’ usado en la siguiente descripcién se refiere a un fendmeno en el que un objeto exhibe
magnetismo en un campo magnético.

El término “polaridades” usado en la siguiente descripcién se refiere a diferentes propiedades que pertenecen a un
anodo y un catodo de un electrodo. En una implementacién, las polaridades se pueden clasificar en un polo N o un
polo S.

El término “conexidn eléctrica” usado en la siguiente descripcidn significa un estado en el que dos 0 mas miembros
estén conectados eléctricamente.

El término “trayectoria de arco” usado en la siguiente descripcién significa una trayectoria a través de la cual se
mueve o se extingue un arco generado.

Los términos “izquierda”, “derecha”, “superior”, “inferior’, “delantero” y “trasero” usados en la siguiente descripcion se
entenderan en base a un sistema de coordenadas ilustrado en la FIG. 2.

2. Descripcion de la configuracion del relé de DC 10 segun la implementacion

Haciendo referencia a las FIGS. 2y 3, un relé de DC 10 segln una implementacién puede incluir una parte de marco
100, una parte de apertura/cierre 300, una parte de nucleo 400 y una parte de contactor mévil 400.

Haciendo referencia a las FIGS. 4 a 11, el relé de DC 10 puede incluir una unidad de formacién de trayectoria de
arco 500, 600, 700. La unidad de formaciéon de trayectoria de arco 500, 600, 700 puede formar (definir) una
trayectoria de descarga de un arco generado.

De aqui en adelante, cada configuracidén del relé de DC 10 seguln la implementacién se describira con referencia a
los dibujos que se acompafian, y la unidad de formacién de trayectoria 500, 600, 700 se describira como una
cldusula separada.

(1) Descripcién de la parte de marco 100

La parte de marco 100 puede definir la apariencia del relé de DC 10. Un espacio predeterminado se puede definir en
el interior de la parte de marco 100. Diversos dispositivos para que el relé de DC 10 realice funciones para aplicar o
cortar la corriente transmitida desde el exterior se pueden alojar en el espacio.

Es decir, la parte de marco 100 puede funcionar como una especie de carcasa.

La parte de marco 100 puede estar formada de un material aislante tal como resina sintética. Esto puede evitar una
conexién eléctrica arbitraria entre el interior y el exterior de la parte de marco 100.

La parte de marco 100 puede incluir un marco superior 110, un marco inferior 120, una placa aislante 130 y una
placa de soporte 140.

El marco superior 110 puede definir un lado superior de la parte de marco 100. Un espacio predeterminado se puede
definir en el interior del marco superior 110.
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La parte de apertura/cierre 200 y la parte de contactor mévil 400 se pueden alojar en un espacio interior del marco
superior 110. La unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 también se puede alojar en el espacio
interior del marco superior 110.

El marco superior 110 puede estar acoplado al marco inferior 120. La placa aislante 130 y la placa de soporte 140
pueden estar dispuestas en un espacio entre el marco superior 110 y el marco inferior 120.

Un contactor fijo (o0 contactor estacionario, contacto estacionario) 220 de la parte de apertura/cierre 200 puede estar
situado en un lado del marco superior 110, por ejemplo, en un lado superior del marco superior 110 en la
implementacién ilustrada. El contactor fijjo 220 puede estar parcialmente expuesto al lado superior del marco
superior 110, para ser conectado eléctricamente a una fuente de alimentacién externa o una carga.

Con este fin, un agujero pasante a través del cual se acopla el contactor fijo 220 puede estar formado en el lado
superior del marco superior 110.

El marco inferior 120 puede definir un lado inferior de la parte de marco 100. Se puede definir un espacio
predeterminado en el interior del marco inferior 120. La parte de nucleo 300 se puede alojar en el espacio interior del
marco inferior 120.

El marco inferior 120 se puede acoplar al marco superior 110. La placa aislante 130 y la placa de soporte 140 se
pueden disponer en un espacio entre el marco inferior 120 y el marco superior 110.

La placa aislante 130 y la placa de soporte 140 pueden aislar eléctrica y fisicamente el espacio interior del marco
superior 110 y el espacio interior del marco inferior 120 uno de otro.

La placa aislante 130 puede estar situada entre el marco superior 110 y el marco inferior 120. La placa aislante 130
puede permitir que el marco superior 110 y el marco inferior 120 estén separados eléctricamente uno de otro. Con
este fin, la parte de marco 130 puede estar formada de un material aislante tal como resina sintética.

La placa aislante 130 puede evitar una conexidn eléctrica arbitraria entre la parte de apertura/cierre 200, la parte de
contactor mévil 400 y la unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 que estan alojadas en el marco
superior 110 y la parte de nucleo 300 alojada en el marco inferior 120.

Se puede formar un agujero pasante (no ilustrado) a través de una parte central de la placa aislante 130. Un eje 440
de la parte de contactor mévil 400 se puede acoplar a través del agujero pasante (no ilustrado) para que se pueda
mover hacia arriba y hacia abajo.

La placa aislante 140 se puede situar en un lado inferior de la placa aislante 130. La placa aislante 130 puede estar
soportada por la placa de soporte 140.

La placa de soporte 140 se puede situar entre el marco superior 110 y el marco inferior 120.

La placa de soporte 140 puede permitir que el marco superior 110 y el marco inferior 120 estén separados
eléctricamente uno de otro. Ademas, la placa de soporte 140 puede soportar la placa aislante 130.

Por ejemplo, la placa de soporte 140 puede estar formada de un material magnético. Ademas, la placa de soporte
140 puede configurar un circuito magnético junto con un yugo 330 de la parte de nucleo 300. El circuito magnético
puede aplicar una fuerza de accionamiento a un nucleo mévil 320 de la parte de nucleo 300 para moverse hacia un
nucleo fijo 310.

Se puede formar un agujero pasante (no ilustrado) a través de la parte central de la placa de soporte 140. El eje 440
se puede acoplar a través del agujero pasante (no ilustrado) para que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo.

Por lo tanto, cuando el nucleo mévil 320 se mueve hacia o lejos del nlcleo fijo 310, el eje 440 y un contactor movil
(contacto mévil) 430 conectado al eje 440 también se pueden mover en la misma direccion.

(2) Descripcion de la parte de apertura/cierre 200

La unidad de apertura/cierre 200 puede permitir que se aplique o se corte una corriente del relé de DC 10 segln una
operacién de la parte central 300. Especificamente, la parte de apertura/cierre 200 puede permitir o bloquear una
aplicacion de corriente a medida que el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se ponen en contacto o se
separan entre si.

La parte de apertura/cierre 200 se puede alojar en el espacio interior del marco superior 110. La parte de
apertura/cierre 200 puede estar eléctrica y fisicamente separada de la parte de nucleo 300 por la placa aislante 130
y la placa de soporte 140.

La parte de apertura/cierre 200 puede incluir una camara de arco 210, un contactor fijo 220 y un miembro de sellado
230.
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Ademas, la unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 puede estar dispuesta en el exterior de la
camara de arco 210. La unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 puede formar un campo
magnético para formar una trayectoria de arco A.P de un arco generado en el interior de la cAmara de arco 210. Méas
adelante se dara una descripcion detallada de la misma.

La camara de arco 210 puede estar configurada para extinguir un arco en su espacio interior, cuando el arco se
genera a medida que el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se separan uno de otro. Por lo tanto, también se
puede hacer referencia a la camara de arco 210 como “parte de extincidén de arco”.

La cdmara de arco 210 puede alojar herméticamente el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430. Es decir, el
contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se pueden alojar en la camara de arco 210. Por consiguiente, el arco
generado cuando el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se separan uno de otro no puede filtrarse
arbitrariamente al exterior de la cdmara de arco 210.

La cdmara de arco 210 se puede llenar con gas extintor. El gas extintor puede extinguir el arco generado y se puede
descargar al exterior del relé de DC 10 a través de una trayectoria preestablecida. Con este fin, se puede formar un
agujero de comunicacién (no ilustrado) a través de una pared que rodea el espacio interior de la camara de arco
210.

La cdmara de arco 210 puede estar formada de un material aislante. Ademas, la cdmara de arco 210 puede estar
formada de un material que tenga alta resistencia a la presion y alta resistencia al calor. Esto se debe a que el arco
generado es un flujo de electrones de alta temperatura y alta presién. En una implementacién, la cdmara de arco
210 puede estar formada de un material ceramico.

Una pluralidad de agujeros pasantes se pueden formar a través de un lado superior de la cdmara de arco 210. El
contactor fijo 220 se puede acoplar a través de cada uno de los agujeros pasantes (no ilustrados).

En la implementacién ilustrada, el contactor fijo 220 puede estar provisto de dos, esto es, un primer contactor fijo
220a y un segundo contactor fijo 220b. Por consiguiente, el agujero pasante (no ilustrado) formado a través del lado
superior de la cdmara de arco 210 también puede estar provisto de dos.

Cuando el contactor fijo 220 se inserta a través de los agujeros pasantes, los agujeros pasantes se pueden sellar. Es
decir, el contactor fijo 220 se puede acoplar herméticamente al agujero pasante. Por consiguiente, el arco generado
no se puede descargar al exterior a través del agujero pasante.

Un lado inferior de la cdmara de arco 210 puede estar abierto. Es decir, el lado inferior de la camara de arco 210
puede estar en contacto con la placa aislante 130 y el miembro de sellado 230. Es decir, el lado inferior de la camara
de arco 210 se puede sellar por la placa aislante 130 y el miembro de sellado 230.

Por consiguiente, la cdmara de arco 210 se puede aislar eléctrica y fisicamente de un espacio exterior del marco
superior 110.

El arco extinguido en la camara de arco 210 se puede descargar al exterior del relé de DC 10 a través de una
trayectoria preestablecida. En una implementacion, el arco extinguido se puede descargar al exterior de la camara
de arco 210 a través del agujero de comunicacién (no ilustrado).

El contactor fijo 220 se puede poner en contacto con o separar del contactor mévil 430, de modo que conecte o
desconecte eléctricamente el interior y el exterior del relé de DC 10.

Especificamente, cuando el contactor fijo 220 se pone en contacto con el contactor mévil 430, el interior y el exterior
del relé de DC 10 se pueden conectar eléctricamente. Por otra parte, cuando el contactor fijo 220 se separa del
contactor mévil 430, se puede liberar la conexion eléctrica entre el interior y el exterior del relé de DC 10.

Como implica el nombre, el contactor fijo 220 no se mueve. Es decir, el contactor fijo 220 puede estar acoplado de
manera fija al marco superior 110 y a la cdmara de arco 210. Por consiguiente, el contacto y la separacidn entre el
contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se pueden implementar mediante el movimiento del contactor mévil 430.

Una parte extrema del contactor fijo 220, por ejemplo, una parte extrema superior en la implementacién ilustrada,
puede estar expuesta al exterior del marco superior 110. Una fuente de alimentacién o una carga se puede conectar
eléctricamente a la parte extrema.

El contactor fijo 220 se puede proporcionar en pluralidad. En la implementacién ilustrada, el contactor fijo 220 se
puede proporcionar en dos, incluyendo un primer contactor fijo 220a en un lado izquierdo y un segundo contactor fijo
220b en un lado derecho.

El primer contactor fijo 220a se puede situar de manera que se polarice hacia un lado desde el centro del contactor
mévil 430 en una direccién longitudinal, esto es, hacia la izquierda en la implementacion ilustrada. También, el
segundo contactor fijo 220b se puede situar de manera que se polarice hacia otro lado desde el centro del contactor
mévil 430 en la direccién longitudinal, esto es, hacia la derecha en la implementacién ilustrada.
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Una fuente de alimentacién se puede conectar eléctricamente a cualquiera del primer contactor fijo 220a y el
segundo contactor fijo 220b. También, una carga se puede conectar eléctricamente a otro del primer contactor fijo
220a y el segundo contactor fijo 220b.

El relé de DC 10 puede formar una trayectoria de arco AP independientemente de la direccién de la fuente de
alimentacién o la carga conectada al contactor fijo 220. Esto se puede lograr mediante la unidad de formacién de
trayectoria de arco 500, 600, 700 y se describird mas adelante una descripcién detallada de la misma.

Otra parte extrema del contactor fijo 220, por ejemplo, una parte extrema inferior en la implementacién ilustrada,
puede extenderse hacia el contactor mévil 430.

Cuando el contactor mévil 430 se mueve hacia el contactor fijo 220, esto es, hacia arriba en la implementacién
ilustrada, la parte extrema inferior del contactor fijo 220 se puede poner en contacto con el contactor mévil 430. Por
consiguiente, el exterior y el interior del relé de DC 10 se pueden conectar eléctricamente.

La parte extrema inferior del contactor fijo 220 se puede situar en el interior de la camara de arco 210.

Cuando se corta la potencia de control, el contactor mévil 430 se puede separar del contactor fijo 220 por la fuerza
elastica de un resorte de retorno 360.

En este momento, a medida que el contactor fijjo 220 y el contactor mévil 430 se separan uno de otro, se puede
generar un arco entre el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430. El arco generado se puede extinguir por el gas
extintor en el interior de la camara de arco 210, y se puede descargar al exterior a lo largo de una trayectoria
formada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700.

El miembro de sellado 230 puede bloquear una comunicacién arbitraria entre la cdmara de arco 210 y el espacio
interior del marco superior 110. El miembro de sellado 230 puede sellar el lado inferior de la camara de arco 210
junto con la placa aislante 130 y la placa de soporte 140.

En detalle, un lado superior del miembro de sellado 230 se puede acoplar al lado inferior de la cdmara de arco 210.
Un lado radialmente interior del miembro de sellado 230 se puede acoplar a una circunferencia exterior de la placa
aislante 130, y un lado inferior del miembro de sellado 230 se puede acoplar a la placa de soporte 140.

Por consiguiente, el arco generado en la cdmara de arco 210 y el arco extinguido por el gas extintor no pueden fluir
arbitrariamente hacia el espacio interior del marco superior 110.

Ademas, el miembro de sellado 230 puede evitar que un espacio interior de un cilindro 370 se comunique
arbitrariamente con el espacio interior de la parte de marco 100.

(3) Descripcion de la parte de nucleo 300

La parte de nucleo 300 puede permitir que la parte de contactor mévil 400 se mueva hacia arriba a medida que se
aplica potencia de control. Ademés, cuando ya no se aplica mas la potencia de control, la parte de nicleo 300 puede
permitir que la parte de contactor mévil 400 se mueva hacia abajo de nuevo.

Como se describié anteriormente, la parte de nlcleo 300 se puede conectar eléctricamente a una fuente de
alimentacién externa (no ilustrada) para recibir potencia de control.

La parte de nucleo 300 puede estar situada por debajo de la parte de apertura/cierre 200. La parte central 300 se
puede alojar en el marco inferior 120. La parte de nucleo 300 y la parte de apertura/cierre 200 pueden estar
separadas eléctrica y fisicamente una de otra por la placa aislante 130 y la placa de soporte 140.

La parte de contactor mévil 400 puede estar situada entre la parte de nucleo 300 y la parte de apertura/cierre 200.
La parte de contactor mévil 400 se puede mover mediante la fuerza de accionamiento aplicada por la parte de
nlcleo 300. Por consiguiente, el contactor mévil 430 y el contactor fijo 220 se pueden poner en contacto uno con
otro de modo que el relé de DC 10 se pueda conectar eléctricamente.

La parte de nucleo 300 puede incluir un ndcleo fijo 310, un ndcleo moévil 320, un yugo 330, un carrete 340, bobinas
350, un resorte de retorno 360 y un cilindro 370.

El nucleo fijo 310 se puede magnetizar mediante un campo magnético generado en las bobinas 350 para generar
una fuerza de atraccién electromagnética. El nicleo mévil 320 se puede mover hacia el nucleo fijo 310 (hacia arriba
en la FIG. 3) mediante la fuerza de atraccién electromagnética.

El ndcleo fijo 310 puede no moverse. Es decir, el nucleo fijo 310 se puede acoplar de manera fija a la placa de
soporte 140 y al cilindro 370.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2997990 T3

El nucleo mévil 310 puede tener cualquier forma capaz de ser magnetizada por el campo magnético para generar
una fuerza electromagnética. En una implementacién, el nucleo fijo 310 se puede implementar como un iman
permanente o un electroiman.

El nucleo fijo 310 puede estar alojado parcialmente en un espacio superior en el interior del cilindro 370. Ademas,
una circunferencia exterior del nucleo fijo 310 puede entrar en contacto con una circunferencia interior del cilindro
370.

El nucleo fijo 310 puede estar situado entre la placa de soporte 140 y el ntcleo mévil 320.

Se puede formar un agujero pasante (no ilustrado) a través de una parte central del nlcleo fijo 310. El eje 440 se
puede acoplar a través del agujero pasante (no ilustrado) para que se pueda mover hacia arriba y hacia abajo.

El nucleo fijo 310 puede estar separado del nucleo mévil 320 por una distancia predeterminada. Por consiguiente,
una distancia por la cual el nacleo moévil 320 puede moverse hacia el nucleo fijo 310 puede estar limitada a la
distancia predeterminada. Por consiguiente, la distancia predeterminada se puede definir como una “distancia de
movimiento del ntcleo mévil 320,

Una parte extrema del resorte de retorno 360, esto es, una parte extrema superior en la implementacién ilustrada, se
puede poner en contacto con el lado inferior del nucleo fijo 310. Cuando el ntcleo mévil 320 se mueve hacia arriba a
medida que el nlcleo fijo 310 se magnetiza, el resorte de retorno 360 se puede comprimir y almacenar una fuerza de
restauracion.

Por consiguiente, cuando se libera la aplicaciéon de la potencia de control y se termina la magnetizacion del nucleo
fijo 310, el nacleo mévil 320 se puede devolver al lado inferior por la fuerza de restauracion.

Cuando se aplica una potencia de control, el ntcleo mévil 320 se puede mover hacia el ntcleo fijo 310 por la fuerza
de atraccién electromagnética generada por el nucleo fijo 310.

A medida que se mueve el nucleo mévil 320, el eje 440 acoplado al nucleo mévil 320 se puede mover hacia el
nudcleo fijo 310, esto es, hacia arriba en la implementacién ilustrada. Ademas, a medida que se mueve el eje 440, la
parte de contactor mévil 400 acoplada al eje 440 se puede mover hacia arriba.

Por consiguiente, el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se pueden poner en contacto uno con otro de modo
que el relé de DC 10 se pueda conectar eléctricamente a la fuente de alimentacién externa y a la carga.

El nlcleo mévil 320 puede tener cualquier forma capaz de recibir una fuerza de atraccién por una fuerza
electromagnética. En una implementacion, el nicleo mévil 320 puede estar formado por un material magnético o
implementado como un imén permanente o un electroiman.

El nicleo movil 320 puede estar alojado en el interior del cilindro 370. También, el ndcleo mévil 320 se puede mover
en el interior del cilindro 370 en la direccién longitudinal del cilindro 370, por ejemplo, en la direccién vertical en la
implementacién ilustrada.

Especificamente, el nacleo mévil 320 se puede mover hacia el nucleo fijo 310 y alejarse del nucleo fijo 310.

El ntcleo mévil 320 se puede acoplar al eje 440. El nacleo mévil 320 se puede mover integralmente con el eje 440.
Cuando el ntcleo mévil 320 se mueve hacia arriba o hacia abajo, el eje 440 también puede moverse hacia arriba o
hacia abajo. Por consiguiente, el contactor mévil 430 también puede moverse hacia arriba o hacia abajo.

El nicleo mévil 320 puede estar situado por debajo del nucleo fijo 310. El nicleo mévil 320 puede estar separado del
ndcleo fijo 310 por una distancia predeterminada. Como se describidé anteriormente, la distancia predeterminada se
puede definir como la distancia de movimiento del nicleo mévil 320 en la direccién vertical (arriba/abajo).

El ntcleo mévil 320 puede extenderse en la direccion longitudinal. Una parte hueca que se extiende en la direccién
longitudinal puede estar rebajada en el ntcleo mévil 320 por una distancia predeterminada. El resorte de retorno 360
y un lado inferior del eje 440 acoplado a través del resorte de retorno 360 se pueden alojar parcialmente en la parte
hueca.

Se puede formar un agujero pasante a través de un lado inferior de la parte hueca en la direccién longitudinal. La
parte hueca y el agujero pasante pueden comunicarse uno con otro. Una parte extrema inferior del eje 440 insertado
en la parte hueca puede avanzar (ser insertado) hacia el agujero pasante.

Una parte de espacio puede estar rebajada en una parte extrema inferior del ntcleo mévil 320 por una distancia
predeterminada. La parte de espacio puede comunicarse con el agujero pasante. Una parte de cabeza inferior del
eje 440 puede estar situada en la parte de espacio.

El yugo 330 puede formar un circuito magnético a medida que se aplica potencia de control. El circuito magnético
formado por el yugo 330 puede controlar una direccién del campo electromagnético generado por las bobinas 350.
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Por consiguiente, cuando se aplica potencia de control, las bobinas 350 pueden generar un campo magnético en
una direccién en la que el nicleo mévil 320 se mueve hacia el nicleo fijo 310. El yugo 330 puede estar formado de
un material conductor capaz de permitir una conexién eléctrica.

El yugo 330 puede estar alojado en el interior del marco inferior 120. El yugo 330 puede rodear las bobinas 350. Las
bobinas 350 pueden estar alojadas en el yugo 330 estando separadas de una superficie circunferencial interna del
yugo 330 por una distancia predeterminada.

El carrete 340 puede estar alojado en el interior del yugo 330. Es decir, el yugo 330, las bobinas 350 y el carrete 340
en el que se enrollan las bobinas 350 pueden estar dispuestos secuencialmente en una direccién desde una
circunferencia exterior del marco inferior 120 hasta un lado radialmente interior.

Un lado superior del yugo 330 puede entrar en contacto con la placa de soporte 140. Ademés, la circunferencia
exterior del yugo 330 puede entrar en contacto con una circunferencia interior del marco inferior 120 o se puede
situar de manera que esté separada de la circunferencia interior del marco inferior 120 por una distancia
predeterminada.

Las bobinas 350 pueden estar enrolladas alrededor del carrete 340. El carrete 340 puede estar alojado en el interior
del yugo 330.

El carrete 340 puede incluir partes superior e inferior formadas en una forma plana, y una parte de polo cilindrica que
se extiende en la direccidn longitudinal para conectar las partes superior e inferior. Es decir, el carrete 340 puede
tener una forma de carrete.

La parte superior del carrete 340 puede entrar en contacto con el lado inferior de la placa de soporte 140. Las
bobinas 350 pueden estar enrolladas alrededor de la parte de polo del carrete 340. El espesor de las bobinas 350
puede serigual 0 menor que el diametro de las partes superior e inferior del carrete 340.

Se puede formar una parte hueca a través de la parte de polo del carrete 340 que se extiende en la direccién
longitudinal. El cilindro 370 puede estar alojado en la parte hueca. La parte de polo del carrete 340 puede estar
dispuesta para tener el mismo eje central que el ndcleo fijo 310, el nicleo mévil 320 y el eje 440.

Las bobinas 350 pueden generar un campo magnético a medida que se aplica potencia de control. El ndcleo fijo 310
se puede magnetizar mediante el campo eléctrico generado por las bobinas 350 y, de este modo, se puede aplicar
una fuerza de atraccién electromagnética al ndcleo mévil 320.

Las bobinas 350 se pueden enrollar alrededor del carrete 340. Especificamente, las bobinas 350 se pueden enrollar
alrededor de la parte de polo del carrete 340 y apilar en un exterior radial de la parte de polo. Las bobinas 350 se
pueden alojar en el interior del yugo 330.

Cuando se aplica una potencia de control, las bobinas 350 pueden generar un campo magnético. En este caso, la
intensidad o direccién del campo magnético generado por las bobinas 350 se puede controlar por el yugo 330. El
nucleo fijo 310 se puede magnetizar por el campo eléctrico generado por las bobinas 350.

Cuando el nucleo fijo 310 se magnetiza, el nicleo mévil 320 puede recibir una fuerza electromagnética, esto es, una
fuerza de atraccién en una direccién hacia el nlcleo fijo 310. Por consiguiente, el nicleo mévil 320 se puede mover
hacia el nucleo fijo 310, esto es, hacia arriba en la implementacién ilustrada.

El resorte de retorno 360 puede aplicar una fuerza de restauracién para devolver el nicleo mévil 320 a su posicidén
original cuando ya no se aplica mas una potencia de control después de que el ntcleo mévil 320 se mueva hacia el
nucleo fijo 310.

El resorte de retorno 360 puede almacenar una fuerza de restauracién mientras que se comprime a medida que el
ndcleo movil 320 se mueve hacia el nicleo fijo 310. En este momento, la fuerza de restauracién almacenada puede
ser preferiblemente menor que la fuerza de atraccién electromagnética, que se ejerce sobre el nucleo moévil 320 a
medida que se magnetiza el nucleo fijo 310. Esto puede evitar que el nucleo mévil 320 se devuelva a su posicién
original mediante el resorte de retorno 360 mientras que se aplica una potencia de control.

Cuando ya no se aplica mas una potencia de control, solamente la fuerza de restauracién del resorte de retorno 360
se puede ejercer sobre el nacleo moévil 320. Por supuesto, la gravedad debida a un peso vacio del ntcleo mévil 320
también se puede aplicar al nicleo mévil 320. Por consiguiente, el nacleo mévil 320 se puede mover lejos del nlcleo
fijo 310 para ser devuelto a su posicién original.

El resorte de retorno 360 puede estar formado de cualquier forma que se deforme para almacenar la fuerza de
restauracién y vuelva a su estado original para transferir la fuerza de restauracién al exterior. En una
implementacién, el resorte de retorno 360 se puede configurar como un resorte helicoidal.
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El eje 440 puede estar acoplado a través del resorte de retorno 360. El eje 440 puede moverse hacia arriba y hacia
abajo independientemente de la deformacidén del resorte de retorno 360 en el estado acoplado con el resorte de
retorno 360.

El resorte de retorno 360 puede estar alojado en la parte hueca rebajada en el lado superior del ntcleo mévil 320.
Ademas, una parte extrema del resorte de retorno 360 que mira hacia el nucleo fijo 310, esto es, una parte extrema
superior en la implementacién ilustrada puede estar alojada en una parte hueca rebajada en un lado inferior del
nucleo fijo 310.

El cilindro 370 puede alojar el nucleo fijo 310, el nicleo mévil 320, el resorte de retorno 360 y el eje 440. El nlcleo
mévil 320 y el eje 440 pueden moverse hacia arriba y hacia abajo en el cilindro 370.

El cilindro 370 puede estar situado en la parte hueca formada a través de la parte de polo del carrete 340. Una parte
extrema superior del cilindro 370 puede entrar en contacto con una superficie inferior de la placa de soporte 140.

Una superficie lateral del cilindro 370 puede entrar en contacto con una superficie circunferencial interna de la parte
de polo del carrete 340. Una abertura superior del cilindro 370 se puede cerrar por el nacleo fijo 310. Una superficie
inferior del cilindro 370 puede entrar en contacto con una superficie interior del marco inferior 120.

(4) Descripcidn de la parte de contactor mévil 400

La parte de contactor mévil 400 puede incluir el contactor mévil 430 y componentes para mover el contactor movil
430. La parte de contactor mévil 400 puede permitir que el relé de DC 10 se conecte eléctricamente a una fuente de
alimentacién externa y a una carga.

La parte de contactor mévil 400 se puede alojar en el espacio interior del marco superior 110. La parte de contactor
mévil 400 se puede alojar en la camara de arco 210 para poder moverse hacia arriba y hacia abajo.

El contactor fijo 220 puede estar situado por encima de la parte de contactor mévil 400. La parte de contactor moévil
400 puede estar alojada en la camara de arco 210 para que pueda moverse en una direccién hacia el contactor fijo
220y en una direccidn lejos del contactor fijo 220.

La parte de nucleo 300 puede estar situada por debajo de la parte de contactor mévil 400. El movimiento de la parte
de contactor mévil 400 se puede lograr mediante el movimiento del nicleo mévil 320.

La parte de contactor mévil 400 puede incluir una carcasa 410, una cubierta 420, un contactor mévil 430, un eje 440
y una parte elastica 450.

La carcasa 410 puede alojar el contactor mévil 430 y la parte eléstica 450 soportando elasticamente el contactor
moévil 430.

En la implementacién ilustrada, la carcasa 410 se puede formar de manera que un lado y otro lado opuesto al un
lado estén abiertos (véase la FIG. 5). El contactor mévil 430 se puede insertar a través de las aberturas.

El lado sin abrir de la carcasa 410 puede rodear el contactor mévil 430 alojado.

La cubierta 420 se puede proporcionar en una parte superior de la carcasa 410. La cubierta 420 puede cubrir una
superficie superior del contactor mévil 430 alojado en la carcasa 410.

La carcasa 410 y la cubierta 420 se pueden formar preferiblemente de un material aislante para evitar una conexién
eléctrica inesperada. En una implementacién, la carcasa 410 y la cubierta 420 pueden estar formadas de una resina
sintética o similar.

Un lado inferior de la carcasa 410 puede estar conectado al eje 440. Cuando el nlcleo mévil 320 conectado al eje
440 se mueve hacia arriba o hacia abajo, la carcasa 410 y el contactor mévil 430 alojado en la carcasa 410 también
se pueden mover hacia arriba o hacia abajo.

La carcasa 410 y la cubierta 420 pueden estar acopladas por miembros arbitrarios. En una implementacion, la
carcasa 410 y la cubierta 420 pueden estar acopladas por miembros de acoplamiento (no ilustrados) tales como un
perno y una tuerca.

El contactor mévil 430 puede entrar en contacto con el contactor fijo 220 cuando se aplica una potencia de control,
de modo que el relé de DC 10 se pueda conectar eléctricamente a una fuente de alimentaciéon externa y a una
carga. Cuando no se aplica una potencia de control, el contactor mévil 430 se puede separar del contactor fijo 220
de manera que el relé de DC 10 se pueda desconectar eléctricamente de la fuente de alimentacién externa y de la
carga.

El contactor mévil 430 puede estar situado adyacente al contactor fijo 220.
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Un lado superior del contactor mévil 430 puede estar cubierto por la cubierta 420. En una implementacién, una parte
de la superficie superior del contactor mévil 430 puede estar en contacto con una superficie inferior de la cubierta
420.

Un lado inferior del contactor mévil 430 puede estar soportado elasticamente por la parte elastica 450. Con el fin de
evitar que el contactor mévil 430 se mueva arbitrariamente hacia abajo, la parte elastica 450 puede soportar
elasticamente el contactor mévil 430 en un estado comprimido por una distancia predeterminada.

El contactor mévil 430 puede extenderse en la direccién longitudinal, esto es, en las direcciones izquierda y derecha
en la implementacién ilustrada. Es decir, una longitud del contactor mévil 430 puede ser mayor que su ancho. Por
consiguiente, ambas partes extremas del contactor mévil 430 en la direccidén longitudinal, alojadas en la carcasa
410, pueden estar expuestas al exterior de la carcasa 410.

Las protuberancias de contacto pueden sobresalir hacia arriba desde ambas partes extremas en distancias
predeterminadas. El contactor fijo 220 se puede poner en contacto con las protuberancias de contacto.

Las protuberancias de contacto se pueden formar en posiciones correspondientes a los contactores fijos 220a y
220b, respectivamente. Por consiguiente, se puede reducir la distancia de movimiento del contactor mévil 430 y se
puede mejorar la fiabilidad del contacto entre el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430.

El ancho del contactor mévil 430 puede ser el mismo que una distancia espaciada entre las superficies laterales de
la carcasa 410. Es decir, cuando el contactor mévil 430 esta alojado en la carcasa 410, ambas superficies laterales
del contactor mévil 430 en una direccién a lo ancho se pueden poner en contacto con los lados internos de las
superficies laterales de la carcasa 410.

Por consiguiente, se puede mantener de manera estable el estado en el que el contactor mévil 430 esté alojado en
la carcasa 410.

El eje 440 puede transmitir una fuerza de accionamiento, que se genera en respuesta a la operacion de la parte de
ndcleo 300, a la parte de contacto mévil 400. Especificamente, el eje 440 puede estar conectado al ndcleo mévil 320
y al contactor mévil 430. Cuando el elemento mévil se mueve hacia arriba o hacia abajo, el contactor mévil 430
también se puede mover hacia arriba o hacia abajo mediante el eje 440.

El eje 440 puede extenderse en la direccién longitudinal, esto es, en la direccién hacia arriba y hacia abajo (vertical)
en la implementacién ilustrada.

La parte extrema inferior del eje 440 se puede insertar en el nicleo mévil 320. Cuando el ntcleo mévil 320 se mueve
hacia arriba y hacia abajo, el eje 440 también se puede mover hacia arriba y hacia abajo junto con el nlcleo mévil
320.

Una parte de cuerpo del eje 440 se puede acoplar a través del nlcleo fijo 310 para que pueda moverse hacia arriba
y hacia abajo. El resorte de retorno 360 se puede acoplar a través de la parte de cuerpo del eje 440.

Especificamente, una parte extrema superior del eje 440 se puede acoplar a la carcasa 410. Cuando se mueve el
ndcleo mévil 320, también se pueden mover el eje 440 y la carcasa 410.

Las partes extremas superior e inferior del eje 440 pueden tener un didametro mayor que la parte de cuerpo del eje.
Por consiguiente, se puede mantener de manera estable el estado acoplado del eje 440 a la carcasa 410 y al nlcleo
moévil 320.

La parte elastica 450 puede soportar elasticamente el contactor mévil 430. Cuando el contactor mévil 430 se pone
en contacto con el contactor fijo 220, el contactor mévil 430 puede tender a ser separado del contactor fijo 220
debido a la fuerza de repulsidén electromagnética.

En este momento, la parte elastica 450 puede soportar elasticamente el contactor mévil 430 para evitar que el
contactor mévil 430 se separe arbitrariamente del contactor fijo 220.

La parte elastica 450 se puede configurar arbitrariamente para que sea capaz de almacenar una fuerza de
restauracién siendo deformada y aplicando la fuerza de restauracién almacenada a otro miembro. En una
implementacién, la parte elastica 450 se puede configurar como un resorte helicoidal.

Una parte extrema de la parte elastica 450 que mira hacia el contactor mévil 430 puede entrar en contacto con el
lado inferior del contactor mévil 430. Ademés, otra parte extrema opuesta a la una parte extrema puede entrar en
contacto con el lado superior de la carcasa 410.

La parte elastica 450 puede soportar elasticamente el contactor mévil 430 en un estado de almacenamiento de la
fuerza de restauracién siendo comprimida en una longitud predeterminada. Por consiguiente, incluso si se genera
una fuerza de repulsién electromagnética entre el contactor mévil 430 y el contactor fijo 220, el contactor mévil 430
no se puede mover arbitrariamente.

13



10

15

20

25

30

35

40

45

ES 2997990 T3

Una protuberancia (no ilustrada) insertada en la parte elastica 450 puede sobresalir del lado inferior del contactor
mévil 430 para permitir un acoplamiento estable de la parte elastica 450. De manera similar, una protuberancia (no
ilustrada) insertada en la parte elastica 450 también puede sobresalir del lado superior de la carcasa 410.

3. Descripcidn de la unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 segln las implementaciones

El relé de DC 10 segun la implementaciéon puede incluir una unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600,
700. La unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 puede estar configurada para formar una
trayectoria para descargar un arco generado cuando el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se separan uno de
otro en la cdmara de arco 210.

De aqui en adelante, una trayectoria de arco A.P generada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 500,
600, 700 segln cada implementacidn se describira en detalle, con referencia a las FIGS. 4 a 11.

En la implementacién ilustrada en las FIGS. 4 y 5, la unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700
puede estar situada en el exterior de la camara de arco 210. La unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600,
700 puede rodear la cAmara de arco 210. Se entendera que la ilustraciéon de la camara de arco 210 se omite en la
implementacién ilustrada en las FIGS. 6 a 9.

La unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 puede formar una trayectoria magnética en el interior
de la cAmara de arco 210. La trayectoria magnética puede definir una trayectoria de arco A.P.

(1) Descripcién de la unidad de formacién de trayectoria de arco 500 segln una implementacion

De aqui en adelante, la unidad de formacién de trayectoria de arco 500 segln una implementacién se describirad en
detalle, con referencia a las FIGS. 6y 7.

En la implementacién ilustrada, la unidad de formacién de trayectoria de arco 500 puede incluir un marco principal
510 e imanes (o unidades de iman) 520.

El marco de iman 510 puede definir un marco de la unidad de formacién de trayectoria de arco 500. El iman 520
puede estar dispuesto en el marco de iman 510. En una implementacién, el iman 520 puede estar acoplado al marco
de iman 510.

El marco de iman 510 puede tener una seccién transversal rectangular que se extiende en una direccidén
longitudinal, por ejemplo, hacia los lados izquierdo y derecho en la implementacion ilustrada. La forma del marco de
iman 510 puede variar dependiendo de las formas del marco superior 110 y la cAmara de arco 210.

El marco de iman 510 puede incluir una primera superficie 511, una segunda superficie 512, una tercera superficie
513, una cuarta superficie 514, una abertura de descarga de arco 515 y una parte de espacio 516.

La primera superficie 511, la segunda superficie 512, la tercera superficie 513 y la cuarta superficie 514 pueden
definir una superficie circunferencial exterior del marco de iman 510. Es decir, la primera superficie 511, la segunda
superficie 512, la tercera superficie 513 y la cuarta superficie 514 pueden servir como paredes del marco de iman
510.

Los lados exteriores de la primera superficie 511, la segunda superficie 512, la tercera superficie 513 y la cuarta
superficie 514 pueden estar en contacto con o acoplados de manera fija a una superficie interior del marco superior
110. Ademas, el iman 520 puede estar dispuesto en los lados interiores de la primera superficie 511, la segunda
superficie 512, la tercera superficie 513 y la cuarta superficie 514.

En la implementacién ilustrada, la primera superficie 511 puede definir una superficie trasera. La segunda superficie
512 puede definir una superficie delantera y mirar hacia la primera superficie 511.

También, la tercera superficie 513 puede definir una superficie izquierda. La cuarta superficie 514 puede definir una
superficie derecha y mirar hacia la tercera superficie 513.

La primera superficie 511 puede estar formada de manera continua con la tercera superficie 513 y la cuarta
superficie 514. La primera superficie 511 puede estar acoplada a la tercera superficie 513 y a la cuarta superficie
514 en angulos predeterminados. En una implementacién, el angulo predeterminado puede ser un &ngulo recto.

La segunda superficie 512 puede estar formada de manera continua con la tercera superficie 513 y la cuarta
superficie 514. La segunda superficie 512 puede estar acoplada a la tercera superficie 513 y a la cuarta superficie
514 en angulos predeterminados. En una implementacién, el angulo predeterminado puede ser un &ngulo recto.

Cada esquina en la que la primera superficie 511 y la cuarta superficie 514 estan conectadas entre si puede estar
achaflanada.
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Un primer iman 521 puede estar acoplado al lado interior de la primera superficie 511, esto es, un lado de la primera
superficie 511 que mira hacia la segunda superficie 512. Ademas, un segundo iman 522, un tercer iman 523 y un
cuarto iman 524 pueden estar acoplados al lado interior de la segunda superficie 512, esto es, un lado de la segunda
superficie 512 que mira hacia la primera superficie 511.

Se pueden disponer miembros de acoplamiento (no ilustrados) para acoplar las superficies 511, 512, 513 y 514
respectivas con el imén 520.

Se puede formar una abertura de descarga de arco 515 a través de al menos una de la primera superficie 511 y la
segunda superficie 512.

La abertura de descarga de arco 515 puede ser un paso a través del cual un arco extinguido y descargado de la
camara de arco 210 fluye hacia el espacio interior del marco superior 110. La abertura de descarga de arco 515
puede permitir que la parte de espacio 516 del marco de imén 510 se comunique con el espacio del marco superior
110.

En la implementacién ilustrada, la abertura de descarga de arco 515 se puede formar a través de cada una de la
primera superficie 511 y la segunda superficie 512. La abertura de descarga de arco 515 se puede formar en una
parte media de cada una de la primera superficie 511 y la segunda superficie 512 en una direccién longitudinal.

Un espacio rodeado por la primera superficie 511 hasta la cuarta superficie 514 se puede definir como la parte de
espacio 516.

El contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se pueden alojar en la parte de espacio 516. Ademés, como se ilustra
en la FIG. 4, la camara de arco 210 se puede alojar en la parte de espacio 516.

En la parte de espacio 516, el contactor mévil 430 puede moverse hacia el contactor fijo 220 o lejos del contactor fijo
220.

Ademas, se puede formar una trayectoria A.P de un arco generado en la cdmara de arco 210 en la parte de espacio
516. Esto se puede lograr mediante el campo magnético formado por el iméan 520.

Una parte central de la parte de espacio 516 se puede definir como una regidén central (o parte central) C. Se puede
establecer una misma distancia en linea recta desde cada esquina donde la primera a cuarta superficies 511, 512,
513 y 514 estan conectadas a la region central C.

La regién central C se puede situar entre el primer contactor fijo 220a y el segundo contactor fijo 220b. Ademés, un
centro de la parte de contactor mévil 400 puede estar situado perpendicularmente por debajo de la regién central C.
Es decir, los centros de la carcasa 410, la cubierta 420, el contacto mévil 430, el eje 440 y la parte eléstica 450 se
pueden situar perpendicularmente por debajo de la regién central C.

Por consiguiente, cuando un arco generado se mueve hacia la regiéon central C, esos componentes se pueden
dafiar. Para evitar esto, la unidad de formacién de trayectoria de arco 500 segun esta implementacién puede incluir
los imanes 520.

El iméan 520 puede producir un campo magnético en el interior de la parte de espacio 516. El campo magnético
producido por el iman 520 puede generar una fuerza electromagnética junto con la corriente que fluye a través del
contactor fijo 220 y el contactor mévil 430. Por lo tanto, la trayectoria de arco A.P se puede formar en una direccién
de una fuerza electromagnética.

El campo magnético se puede generar entre los imanes vecinos 521 o por cada iman 520.

El iméan 520 se puede configurar para tener magnetismo por si mismo o para obtener magnetismo mediante una
aplicacién de corriente o similar. En una implementacién, el iman 520 se puede implementar como un iman
permanente o un electroiman.

El iman 520 se puede acoplar al marco de iman 510. Se pueden disponer miembros de acoplamiento (no ilustrados)
para el acoplamiento entre el iman 520 y el marco de iman 510.

En la implementacién ilustrada, el iman 520 puede extenderse en la direccién longitudinal y tener una forma de
paralelepipedo rectangular que tiene una seccién transversal rectangular. El iman 520 se puede proporcionar en
cualquier forma capaz de producir el campo magnético.

El imén (o unidad de iman) 520 se puede proporcionar en pluralidad. En la implementacién ilustrada, se pueden
proporcionar cuatro imanes 520, pero el niUmero puede variar.

La pluralidad de imanes 520 puede incluir un primer iman (o primera unidad de iman) 521, un segundo iman (o
segunda unidad de iméan) 522, un tercer iméan (o tercera unidad de iman) 523 y un cuarto imén (cuarta unidad de
iman) 524.
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El primer iman 521 puede producir un campo magnético junto con el segundo iméan 522, el tercer iman 523 y el
cuarto iman 524. Ademas, el primer iman 521 puede generar un campo magnético por si mismo.

En la implementacién ilustrada en la FIG. 6, el primer iman 521 puede estar situado en el lado interior de la primera
superficie 511. Ademas, el primer iman 521 puede estar situado en una parte media de la primera superficie 511.

En la implementaciédn ilustrada en la FIG. 7, el primer iman 521 puede estar situado en el lado interior de la segunda
superficie 512. Ademas, el primer iman 521 puede estar situado en una parte media de la segunda superficie 512.

El primer iman 521 puede extenderse en una longitud predeterminada L1 en la direccién longitudinal, esto es, en las
direcciones izquierda y derecha en la implementacién ilustrada. La longitud de extensiéon L1 del primer iméan 521
puede ser mas larga que una longitud de extensién L2 del segundo iméan 522, una longitud de extensién L3 del
tercer iman 523 y una longitud de extension L4 del cuarto iman 524.

El primer iman 521 puede estar dispuesto para mirar hacia el segundo iman 522, el tercer imén 523 y el cuarto iman
524. Especificamente, el primer iman 521 puede mirar hacia el segundo iméan 522, el tercer iman 523 y el cuarto
iman 524 en una direccidén diagonal con la parte de espacio 516 interpuesta entre los mismos.

Un centro longitudinal C1 del primer iman 521 y un centro longitudinal C2 del segundo iman 522 pueden estar
separados uno de otro por una distancia predeterminada. También, el centro longitudinal C1 del primer iman 521 y
un centro longitudinal C3 del tercer iman 523 pueden estar separados uno de otro por una distancia predeterminada.

El centro longitudinal C1 del primer iman 521 y un centro longitudinal C4 del cuarto iman 524 pueden estar
dispuestos en la misma linea. En una implementacién, una linea recta imaginaria que conecta el centro longitudinal
C1 del primer iman 521 y el centro longitudinal C4 del cuarto iman 524 puede pasar a través de la regién central C.

La distancia entre el centro C1 del primer iman 521 y el centro C2 del segundo imén 522 puede ser igual a la
distancia entre el centro C1 del primer iman 521 y el centro C3 del tercer iman 523.

Es decir, se puede definir un triangulo isésceles conectando el centro C1 del primer iméan 521, el centro C2 del
segundo imén 522 y el centro C3 del tercer iman 523.

El primer imén 521 y el segundo iman 522 se superponen parcialmente entre si en las direcciones delantera y
trasera. Es decir, un lado del primer iman 521, esto es, una parte extrema izquierda en la implementacion ilustrada,
se puede superponer al segundo iman 522 en las direcciones delantera y trasera. Del mismo modo, un lado del
segundo iman 522, esto es, una parte extrema derecha en la implementacién ilustrada, se puede superponer al
primer iman 521 en las direcciones delantera y trasera.

El primer iméan 521 y el tercer iman 523 se superponen parcialmente entre si en las direcciones delantera y trasera.
Es decir, un lado del primer iman 521, esto es, una parte extrema derecha en la implementacién ilustrada, se puede
superponer al tercer iman 523 en las direcciones delantera y trasera. Del mismo modo, un lado del tercer iman 523,
esto es, una parte extrema izquierda en la implementacién ilustrada, se puede superponer al primer iman 521 en las
direcciones delantera y trasera.

El primer iman 521 y el cuarto iman 524 se superponen entre si en las direcciones delantera y trasera. Es decir,
ambas partes extremas longitudinales del primer iman 521 pueden estar dispuestas més adyacentes a la tercera
superficie 513 y la cuarta superficie 514, respectivamente, que ambas partes extremas longitudinales del cuarto
imén 524.

En una implementacion, una linea recta imaginaria que conecta el centro longitudinal del primer iméan 521 y el centro
longitudinal del segundo iman 522 puede ser simétrica con una linea recta imaginaria que conecta el centro
longitudinal del primer iman 521 y el centro longitudinal del tercer imén 523, en base a una linea recta en las
direcciones delantera y trasera que pasa a través de la regién central C de la parte de espacio 516.

El primer imén 521 puede incluir una primera superficie enfrentada 521a y una primera superficie opuesta 521b.

La primera superficie enfrentada 521a se puede definir como una superficie lateral del primer iman 521 que mira
hacia la parte de espacio 516. En otras palabras, la primera superficie enfrentada 521a se puede definir como una
superficie lateral del primer iméan 521 que mira hacia el segundo iman 522 y el tercer iman 523.

La primera superficie opuesta 521b se puede definir como otra superficie lateral del primer iman 521 que mira hacia
la primera superficie 511. En otras palabras, la primera superficie opuesta 521b se puede definir como una superficie
lateral del primer iméan 521 opuesta a la primera superficie enfrentada 521a.

La primera superficie enfrentada 521a y la primera superficie opuesta 521b pueden tener polaridades diferentes. Es
decir, la primera superficie enfrentada 521a se puede magnetizar a uno de un polo N y un polo S, y la primera
superficie opuesta 521b se puede magnetizar a otro del polo N y del polo S.
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Por consiguiente, un campo magnético que se mueve desde una de la primera superficie enfrentada 521a y la
primera superficie opuesta 521b a otra se puede producir por el primer iman 521 por si mismo.

En la implementacién ilustrada, la polaridad de la primera superficie enfrentada 521a puede ser diferente de la
polaridad de la segunda superficie enfrentada 522a del segundo iman 522 y la tercera superficie enfrentada 523a del
tercer iman 523.

Por consiguiente, se puede generar un campo magnético en una direccién de un iman a otro iman entre el primer
iman 521 y el segundo iman 522 o entre el primer iman 521 y el tercer iméan 523.

También, la polaridad de la primera superficie enfrentada 521a puede ser diferente de la polaridad de una cuarta
superficie enfrentada 524a del cuarto iméan 524.

Por consiguiente, se puede producir un campo magnético entre el primer iman 521 y el cuarto iman 524 en una
direccién de repulsién.

El segundo iman 522 puede producir un campo magnético junto con el primer iman 521. Ademas, el segundo iman
522 puede generar un campo magnético por si mismo.

En la implementacién ilustrada en la FIG. 6, el segundo iman 522 se puede situar para ser polarizado hacia un lado
izquierdo en el lado interior de la segunda superficie 512. Es decir, el segundo iman 522 se puede situar en el lado
izquierdo en base a la abertura de descarga de arco 515.

En la implementacién ilustrada en la FIG. 7, el segundo iman 522 se puede situar para ser polarizado hacia un lado
izquierdo en el lado interior de la primera superficie 511. Es decir, el segundo imén 522 puede estar dispuesto para
ser mas adyacente a la tercera superficie 513 que a la cuarta superficie 514.

El segundo iman 522 puede extenderse en una longitud L2 predeterminada para ser inclinado en la direccidén
longitudinal, esto es, en las direcciones izquierda y derecha en la implementacién ilustrada. La longitud de extension
del segundo iméan 522 puede ser mas corta que la longitud de extensiéon L1 del primer iman 521. En una
implementacién, la longitud de extensién L2 del segundo imén 522 puede ser igual a la longitud de extensién L3 del
tercer iman 523.

También, la longitud de extension L2 del segundo iman 522 puede ser mas larga que la longitud de extensidén L4 del
cuarto iman 524.

El segundo iman 522 puede estar dispuesto para mirar hacia el primer iman 521. Especificamente, el segundo iman
522 puede estar dispuesto para mirar hacia el primer iman 521 en una direccién diagonal hacia un lado superior
derecho con la parte de espacio 516 entre los mismos.

El segundo imén 522 puede estar separado del cuarto iman 524 por una distancia predeterminada. Es decir, el
segundo iméan 522, el cuarto iman 524 y el tercer iman 523 pueden estar dispuestos secuencialmente en una
direccién desde la tercera superficie 513 hasta la cuarta superficie 514.

El segundo iman 522 y el tercer iman 523 pueden estar dispuestos para ser simétricos con respecto a una linea
recta imaginaria en las direcciones delantera y trasera que pasa a través de la regién central C de la parte de
espacio 516.

Es decir, una distancia entre el segundo iman 522 y la abertura de descarga de arco 515 y una distancia entre el
tercer iman 523 y la abertura de descarga de arco 515 pueden ser las mismas.

El segundo iman 522 puede estar separado del primer iman 521 por una distancia predeterminada. En una
implementacién, la distancia entre el segundo iman 522 y el primer iman 521 puede ser igual a la distancia entre el
tercer iman 523 y el primer iman 521.

El segundo iman 522 puede incluir una segunda superficie enfrentada 522a y una segunda superficie opuesta 522b.

La segunda superficie enfrentada 522a se puede definir como una superficie lateral del segundo iman 522 que mira
hacia la parte de espacio 516. En otras palabras, la segunda superficie enfrentada 522a se puede definir como una
superficie lateral del segundo iman 522 que mira hacia el primer iman 521.

La segunda superficie opuesta 522b se puede definir como otra superficie lateral del segundo iman 522 que mira
hacia la segunda superficie 512. En otras palabras, la segunda superficie opuesta 522b se puede definir como una
superficie lateral del segundo iman 522 opuesta a la segunda superficie enfrentada 522a.

La segunda superficie enfrentada 522a y la segunda superficie opuesta 522b pueden tener polaridades diferentes.
Es decir, la segunda superficie enfrentada 522a se puede magnetizar hacia uno del polo Ny del polo S, y la segunda
superficie opuesta 522b se puede magnetizar hacia otro del polo N y del polo S.
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Por consiguiente, un campo magnético que se mueve desde una de la segunda superficie enfrentada 522a y la
segunda superficie opuesta 522b hacia otra se puede producir por el segundo iman 522 en si mismo.

En la implementacién ilustrada, la polaridad de la segunda superficie enfrentada 522a puede ser diferente de la
polaridad de la primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521.

Por consiguiente, se puede generar un campo magnético entre el primer iman 521 y el segundo iman 522 en una
direccién de un iman a otro iman.

También, la polaridad de la segunda superficie enfrentada 522a puede ser la misma que la polaridad de una tercera
superficie enfrentada 523a del tercer iman 523. También, la polaridad de la segunda superficie enfrentada 522a
puede ser diferente de la polaridad de una cuarta superficie enfrentada 524a del cuarto iman 524.

El tercer iman 523 puede producir un campo magnético junto con el primer iman 521. Ademés, el tercer iman 523
puede generar un campo magnético por si mismo.

En la implementacién ilustrada en la FIG. 6, el tercer iméan 523 se puede situar para ser polarizado hacia un lado
derecho en el lado interior de la segunda superficie 512. Es decir, el tercer iman 523 puede estar situado en el lado
derecho en base a la abertura de descarga de arco 515.

En la implementacién ilustrada en la FIG. 7, el tercer iméan 523 se puede situar para ser polarizado hacia un lado
derecho en el lado interior de la primera superficie 511. Es decir, el tercer iman 523 puede estar dispuesto para ser
més adyacente a la cuarta superficie 514 que a la tercera superficie 513.

El tercer iman 523 puede extenderse en la longitud L3 predeterminada para ser inclinado en la direccién longitudinal,
esto es, en las direcciones izquierda y derecha en la implementacién ilustrada. La longitud de extensién L3 del tercer
iman 523 puede ser més corta que la longitud de extensién L1 del primer iman 521. En una implementacién, la
longitud de extensién L3 del tercer imén 523 puede ser igual a la longitud de extensidén L2 del segundo iman 522.

Ademas, la longitud de extensidén L3 del tercer iman 523 puede ser igual a la longitud de extensién L4 del cuarto
imén 524.

El tercer iman 523 puede estar dispuesto para mirar hacia el primer iman 521. Especificamente, el tercer iman 523
puede estar dispuesto para mirar hacia el primer iman 521 en una direccién diagonal hacia un lado superior
izquierdo con la parte de espacio 516 entre los mismos.

El tercer iméan 523 puede estar separado del cuarto iman 524 por una distancia predeterminada. Es decir, el tercer
iman 523, el cuarto iman 524 y el segundo iman 522 pueden estar dispuestos secuencialmente en una direccidon
desde la cuarta superficie 514 hasta la tercera superficie 513.

El tercer iméan 523 y el segundo iman 522 pueden estar dispuestos para ser simétricos con respecto a una linea
recta imaginaria en las direcciones delantera y trasera que pasa a través de la regién central C de la parte de
espacio 516.

Es decir, una distancia entre el tercer iman 523 y la abertura de descarga de arco 515 y una distancia entre el
segundo iman 522 y la abertura de descarga de arco 515 pueden ser las mismas.

El tercer iméan 523 puede estar situado estando separado del primer iman 521 por la distancia predeterminada. En
una implementacién, la distancia entre el tercer iman 523 y el primer imén 521 puede ser igual a la distancia entre el
segundo iman 522 y el primer iman 521.

El tercer iman 523 puede incluir una tercera superficie enfrentada 523a y una tercera superficie opuesta 523b.

La tercera superficie enfrentada 523a se puede definir como una superficie lateral del tercer iman 523 que mira hacia
la parte de espacio 516. En otras palabras, la tercera superficie enfrentada 523a se puede definir como una
superficie lateral del tercer iméan 523 que mira hacia el primer iman 521.

La tercera superficie opuesta 523b se puede definir como otra superficie lateral del tercer iméan 523 que mira hacia la
segunda superficie 512. En otras palabras, la tercera superficie opuesta 523b se puede definir como una superficie
lateral del tercer iman 523 opuesta a la tercera superficie enfrentada 523a.

La tercera superficie enfrentada 523a y la tercera superficie opuesta 523b pueden tener polaridades diferentes. Es
decir, la tercera superficie enfrentada 523a se puede magnetizar a uno del polo N y del polo S, y la tercera superficie
opuesta 523b se puede magnetizar a otro del polo N y el polo S.

Por consiguiente, un campo magnético que se mueve desde una de la tercera superficie enfrentada 523a y la
tercera superficie opuesta 523b a otra se puede producir por el tercer iman 523 en si mismo.
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En la implementacién ilustrada, la polaridad de la tercera superficie enfrentada 523a puede ser diferente de la
polaridad de la primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521.

Por consiguiente, se puede generar un campo magnético entre el primer iman 521 y el tercer iman 523 en una
direccién de un iman a otro iman.

También, la polaridad de la tercera superficie enfrentada 523a puede ser la misma que la polaridad de la segunda
superficie enfrentada 522a del segundo imén 522. También, la polaridad de la tercera superficie enfrentada 523a
puede ser diferente de la polaridad de la cuarta superficie enfrentada 524a del cuarto imén 524.

El cuarto iman 524 puede producir un campo magnético junto con el primer iman 521. Ademas, el cuarto iman 524
puede generar un campo magnético por si mismo.

En la implementacidn ilustrada en la FIG. 6, el cuarto iman 524 puede estar situado en el lado interior de la segunda
superficie 512. El cuarto iman 524 puede estar situado en una parte media de la segunda superficie 512.

En la implementacién ilustrada en la FIG. 7, el cuarto iman 524 puede estar situado en el lado interior de la primera
superficie 511. El cuarto iman 524 puede estar situado en una parte media de la primera superficie 511.

Es decir, el cuarto iman 524 puede estar dispuesto entre el segundo iman 522 y el tercer iman 523.

El cuarto imén 524 puede extenderse en la longitud L4 predeterminada para ser inclinado en la direccidon
longitudinal, esto es, en las direcciones izquierda y derecha en la implementacién ilustrada. La longitud de extension
L4 del cuarto iman 524 puede ser mas corta que la longitud de extensidén L2 del segundo iman 522 y la longitud de
extension L3 del tercer iman 523.

El cuarto iman 524 puede estar dispuesto para mirar hacia el primer iman 521. Especificamente, el cuarto iman 524
puede estar dispuesto para mirar hacia el primer iman 521 en una direccién diagonal hacia un lado superior
izquierdo con la parte de espacio 516 entre los mismos.

El centro longitudinal C4 del cuarto iman 524 puede estar situado en una linea recta imaginaria que pasa a través
del centro longitudinal C1 del primer iman 521 y la regidén central C. Es decir, el cuarto iman 524 y el primer iman 521
se pueden disponer coaxialmente en las direcciones delantera y trasera.

El cuarto iman 524 puede estar separado del segundo iman 522 y del tercer iman 523 por distancias
predeterminadas.

El cuarto iman 524 puede incluir una cuarta superficie enfrentada 524a y una cuarta superficie opuesta 524b.

La cuarta superficie enfrentada 524a se puede definir como una superficie lateral del cuarto imén 524 que mira hacia
la parte de espacio 516. En otras palabras, la cuarta superficie enfrentada 524a se puede definir como una superficie
lateral del cuarto iman 524 que mira hacia el primer iman 521.

La cuarta superficie opuesta 524b se puede definir como otra superficie lateral del cuarto iman 524 que mira hacia la
segunda superficie 512. En otras palabras, la cuarta superficie opuesta 524b se puede definir como una superficie
lateral del cuarto iman 524 opuesta a la cuarta superficie enfrentada 524a.

La cuarta superficie enfrentada 524a y la cuarta superficie opuesta 524b pueden tener polaridades diferentes. Es
decir, la cuarta superficie enfrentada 524a se puede magnetizar hacia uno del polo N y del polo S, y la cuarta
superficie opuesta 524b se puede magnetizar hacia otro del polo N y del polo S.

Por consiguiente, un campo magnético que se mueve desde una de la cuarta superficie enfrentada 524a y la cuarta
superficie opuesta 524b hacia la otra se puede producir por el cuarto iman 524 en si mismo.

En la implementacion ilustrada, la polaridad de la cuarta superficie enfrentada 524a puede ser igual a la polaridad de
la primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521.

Por consiguiente, se puede producir un campo magnético entre el primer iman 521 y el cuarto iman 524 en una
direccién de repulsién.

También, la polaridad de la cuarta superficie enfrentada 524a puede ser diferente de la polaridad de la segunda
superficie enfrentada 522a del segundo iman 522 y la tercera superficie enfrentada 523a del tercer imén 523.

En esta implementacién, un Unico iman, esto es, el primer iman 521 se puede disponer sobre la primera superficie
511 o la segunda superficie 512. Ademas, una pluralidad de imanes, esto es, el segundo iman 522, el tercer iman
523 y el cuarto imén 524 se pueden disponer a distancias predeterminadas unos de otros sobre la segunda
superficie 512 que mira hacia la primera superficie 511 o la primera superficie 511 que mira hacia la segunda
superficie 512.
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El primer iman 521 y el cuarto iméan 524 se pueden disponer coaxialmente. Una linea recta imaginaria que conecta el
centro longitudinal C1 del primer iman 521 y el centro longitudinal C1 del cuarto iman 524 puede pasar a través de la
regién central C.

También, la primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521 puede tener la misma polaridad que la de la
cuarta superficie enfrentada 524a del cuarto iman 524. La primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521
puede tener una polaridad diferente de la de la segunda superficie enfrentada 522a del segundo iman 522 y la
tercera superficie enfrentada 523a del tercer imén 523.

Por lo tanto, se puede producir un campo magnético en la regidén central C por el primer iman 521 y el cuarto iman
524 en una direccién de repulsiéon. Se pueden generar campos magnéticos en una direccién de un iman a otro iman
entre el primer imén 521 y el segundo iman 522 y entre el primer iman 521 y el tercer iman 523.

Por lo tanto, una fuerza electromagnética se puede generar cerca de cada uno de los contactores fijos 220a y 220b
por los campos magnéticos en una direccién lejos de la regién central C. Esto puede evitar que se dafien los
componentes dispuestos en la regién central C.

(2) Descripcién de la unidad de formacién de trayectoria de arco 600 segun otra implementacién

De aqui en adelante, la unidad de formacién de trayectoria de arco 600 segln otra implementacién se describira en
detalle, con referencia a las FIGS. 8 y 9.

En la implementacién ilustrada, la unidad de formacién de trayectoria de arco 600 puede incluir un marco principal
610 e imanes (o unidades de iman) 620.

El marco de iman 610 segln esta implementacién tiene la misma estructura y funcién que el marco de iman 510 de
la implementacién anterior.

Por lo tanto, una descripcién del marco de iman 610 se sustituira con la descripcién del marco de imén 510.

La pluralidad de imanes 620 puede incluir un primer iman 621, un segundo iman 622, un tercer iméan 623 y un cuarto
imén 624.

El primer iman 621 puede tener la misma estructura, funcién y disposicién que el primer iman 521 de la
implementacién anterior.

El segundo imén 622 puede tener la misma funcidén y disposicién que el segundo imén 522 de la implementacion
anterior. No obstante, el segundo iman 622 puede ser diferente en estructura del segundo iman 522 de la
implementacién anterior.

Especificamente, el segundo iman 622 puede extenderse en la longitud L2 predeterminada en la direccidon
longitudinal. La longitud de extensién L2 del segundo iman 622 puede ser igual a la longitud de extensién L3 del
tercer imén 623. También, la longitud de extensién L2 del segundo iman 622 puede ser méas corta que la longitud de
extensién L4 del cuarto iméan 624.

El tercer iman 623 puede tener la misma funcién y disposicidén que el tercer iman 523 de la implementacidn anterior.
No obstante, el tercer iman 623 puede ser diferente en estructura del tercer imén 523 de la implementacidn anterior.

Especificamente, el tercer iman 623 puede extenderse en la longitud L3 predeterminada en la direccién longitudinal.
La longitud de extensién L3 del tercer iman 623 puede ser igual a la longitud de extensién L2 del segundo imén 622.
También, la longitud de extensién L3 del tercer iman 623 puede ser mas corta que la longitud de extensién L4 del
cuarto iman 624.

El cuarto iman 624 puede tener la misma funcién y disposicién que el cuarto iméan 624 de la implementacién anterior.
No obstante, el cuarto iman 624 puede ser diferente en estructura del cuarto iman 624 de la implementacién anterior.

Especificamente, el cuarto iman 624 puede extenderse en la longitud L4 predeterminada en la direccién longitudinal.
La longitud de extensién L4 del cuarto iméan 624 puede ser mas larga que la longitud de extensién L2 del segundo
iman 622 y la longitud de extensién L3 del tercer iman 623.

En esta implementacién, el primer iman 621 Unico puede estar dispuesto sobre la primera superficie 611. Ademas,
una pluralidad de imanes, esto es, el segundo iméan 622, el tercer iman 623 y el cuarto iman 624 pueden estar
dispuestos sobre la segunda superficie 612 que mira hacia la primera superficie 611 estando separados uno de otro
por distancias predeterminadas.

El primer iman 621 y el cuarto iman 624 se pueden disponer coaxialmente. Una linea recta imaginaria que conecta el
centro longitudinal C1 del primer iman 621 y el centro longitudinal C4 del cuarto iman 624 puede pasar a través de la
regién central C.
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También, la primera superficie enfrentada 621a del primer iman 621 puede tener la misma polaridad que la de la
cuarta superficie enfrentada 624a del cuarto iman 624. La primera superficie enfrentada 621a del primer iman 621
puede tener una polaridad diferente de la de la segunda superficie enfrentada 622a del segundo iman 622 y la
tercera superficie enfrentada 623a del tercer imén 623.

Por lo tanto, se puede producir un campo magnético en la regidén central C por el primer iman 621 y el cuarto iman
624 en una direccién de repulsién. Los campos magnéticos se pueden generar en una direccién de un iman a otro
iman entre el primer iman 621 y el segundo iman 622 y entre el primer iman 621 y el tercer iman 623.

En este caso, la longitud de extensién L4 del cuarto imén 624 puede ser mas larga que la longitud de extensién L2
del segundo iman 622 y la longitud de extensién L3 del tercer iman 623. Por lo tanto, se puede fortalecer un campo
magnético que se produce entre el primer iméan 621 y el cuarto iman 624 en una direccién de repulsién.

Por consiguiente, un campo magnético mas fuerte se puede producir cerca de la regién central C en la direccidén de
repulsién.

Por lo tanto, una fuerza electromagnética més fuerte se puede generar cerca de cada uno de los contactores fijos
220a y 220b por los campos magnéticos en una direccion lejos de la regién central C. Esto puede evitar que se
dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

(3) Descripcién de la unidad de formacién de trayectoria de arco 700 segln otra implementacién méas

De aqui en adelante, la unidad de formaciéon de trayectoria de arco 700 segun otra implementacién méas se
describira en detalle, con referencia a las FIGS. 10y 11.

En la implementacién ilustrada, la unidad de formacién de trayectoria de arco 700 puede incluir un marco principal
710 e imanes (o0 unidades de imanes) 720.

El marco de iman 710 segUn esta implementacién tiene la misma estructura y funcién que los marcos de iman 510 y
610 de las implementaciones anteriores.

Por lo tanto, una descripcién del marco de iméan 710 se sustituird con la descripcién de los marcos de iman 510 y
610.

Los imanes (o unidades de iman) 720 pueden incluir un primer iman (o primera unidad de imén) 721, un segundo
iman (o segunda unidad de iman) 722 y un tercer iméan (o tercera unidad de iman) 723.

El primer iman 721 puede tener la misma estructura, funcién y disposicién que los primeros imanes 521 y 621 de las
implementaciones anteriores.

El segundo iman 722 puede tener la misma funcién y disposicién que los segundos imanes 522 y 622 de las
implementaciones anteriores. No obstante, el segundo iméan 722 puede ser diferente en estructura de los segundos
imanes 522 y 622 de las implementaciones anteriores.

Especificamente, el segundo iman 722 puede extenderse en la longitud L2 predeterminada en la direccidon
longitudinal. La longitud de extension L2 del segundo iman 722 puede ser la misma que la longitud de extensién L3
del tercer imén 723 y la longitud de extensién L4 del cuarto iméan 724.

El tercer imén 723 puede tener la misma funcién y disposicion que los terceros imanes 523 y 623 de las
implementaciones anteriores. No obstante, el tercer iman 723 puede ser diferente en estructura de los terceros
imanes 523 y 623 de las implementaciones anteriores.

Especificamente, el tercer iman 723 puede extenderse en la longitud L3 predeterminada en la direccién longitudinal.
La longitud de extensién L3 del tercer iman 723 puede ser la misma que la longitud de extensién L2 del segundo
iman 722 y la longitud de extensién L4 del cuarto iman 724.

El cuarto iman 724 puede tener la misma funcién y disposicion que los cuartos imanes 524 y 624 de las
implementaciones anteriores. No obstante, el cuarto iman 724 puede ser diferente en estructura de los cuartos
imanes 524 y 624 de las implementaciones anteriores.

Especificamente, el cuarto iman 724 puede extenderse en la longitud L4 predeterminada en la direccién longitudinal.
La longitud de extensién L4 del cuarto iman 724 puede ser la misma que la longitud de extensién L2 del segundo
iman 722 y la longitud de extensién L3 del tercer iman 723.

En esta implementacién, un Gnico iman, esto es, el primer iman 711 puede estar dispuesto sobre la primera
superficie 511. Ademés, una pluralidad de imanes, esto es, el segundo iméan 722, el tercer imén 723 y el cuarto iman
724 pueden estar dispuestos sobre la segunda superficie 712 que mira hacia la primera superficie 711, estando
separados unos de otros por distancias predeterminadas.
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El primer iman 721 y el cuarto iméan 724 se pueden disponer coaxialmente. Una linea recta imaginaria que conecta el
centro longitudinal C1 del primer iman 721 y el centro longitudinal C4 del cuarto iman 724 puede pasar a través de la
regién central C.

También, la primera superficie enfrentada 721a del primer iman 721 puede tener la misma polaridad que la de la
cuarta superficie enfrentada 724a del cuarto iman 724. La primera superficie enfrentada 721a del primer iman 721
puede tener una polaridad diferente de la de la segunda superficie enfrentada 722a del segundo iman 722 y la
tercera superficie enfrentada 723a del tercer imén 723.

Por lo tanto, se puede producir un campo magnético en la regidén central C por el primer iman 721 y el cuarto iman
724 en una direccién de repulsién. Se pueden generar campos magnéticos en una direccién desde un iman a otro
iman entre el primer iman 721 y el segundo iman 722 y entre el primer iman 721 y el tercer iman 723.

En este caso, la longitud de extensidén L2 del segundo iman 722, la longitud de extensién L3 del tercer iman 723 y la
longitud de extensién L4 del cuarto iman 724 pueden ser todas iguales. Por consiguiente, cuando se ven con
respecto a la region central C, los campos magnéticos se pueden producir simétricamente en la direccidén
longitudinal, es decir, en las direcciones izquierda y derecha en la implementacién ilustrada.

Por lo tanto, una fuerza electromagnética se puede generar cerca de cada uno de los contactores fijos 220a y 220b
por los campos magnéticos en una direccion lejos de la regién central C. Al mismo tiempo, dado que los campos
magnéticos se forman simétricamente con respecto a la regidén central C, también se puede generar simétricamente
una fuerza electromagnética. Esto puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

4. Descripcién de la trayectoria de arco A.P formada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700
segun las implementaciones

El relé de DC 10 segun la implementaciéon puede incluir una unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600,
700. La unidad de formaci6n de trayectoria de arco 500, 600, 700 puede producir un campo magnético en el interior
de la camara de arco 210.

Cuando el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 entran en contacto uno con otro de manera que fluya corriente
después de que se genere el campo magnético, se puede generar una fuerza electromagnética segln la regla de la
mano izquierda de Fleming.

La fuerza electromagnética puede permitir la formacidn de la trayectoria de arco A.P a lo largo de la cual se mueve
un arco generado cuando el contactor fijjo 220 y el contactor mévil 430 se separan uno de otro.

De aqui en adelante, un proceso de formacién de una trayectoria de arco AP en el relé de DC 10 seguln la
implementacién se describird en detalle con referencia a las FIGS. 12 a 23.

En la siguiente descripcidn, se supondra que se genera un arco en una parte de contacto entre el contactor fijo 220 y
el contactor mévil 430 justo después de que el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se separen uno de otro.

Ademas, en la siguiente descripcién, se hace referencia a los campos magnéticos que se producen entre los
diferentes imanes 520, 620, 720 y 820 como “Campos Magnéticos Principales (M.M.F)”’, y se hace referencia a un
campo magnético producido por cada uno de los imanes 520, 620, 720 y 820 como “campo magnético secundario
(S.M.F)".

(1) Descripcidn de la trayectoria de arco A.P formada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 500 segln
una implementacién

De aqui en adelante, una trayectoria de arco A.P generada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 500
segln una implementacién se describira en detalle, con referencia a las FIGS. 12 a 15.

Con respecto a una direccion de flujo de corriente en (a) de la FIG. 12, (a) de la FIG. 13, (a) de la FIG. 14y (a) de la
FIG. 15, la corriente puede fluir hacia el segundo contactor fijo 220b y fluir hacia fuera a través del primer contactor
fijo 220a a través del contactor mévil 430.

Con respecto a una direccién de flujo de corriente en (b) de la FIG. 12, (b) de la FIG. 13, (b) de la FIG. 14 y (b) de la
FIG. 15, la corriente puede fluir hacia el primer contactor fijo 220a y fluir hacia fuera a través del segundo contactor
fijo 220b a través del contactor mévil 430.

Haciendo referencia a la FIG. 12, la primera superficie enfrentada 521a y la cuarta superficie enfrentada 524a se
pueden magnetizar al polo N. Ademas, la segunda superficie enfrentada 522a y la tercera superficie enfrentada 523a
se pueden magnetizar al polo S.

Como es bien sabido, un campo magnético diverge de un polo N y converge a un polo S.
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Por lo tanto, el campo magnético principal M.M.F se puede producir entre el primer iman 521 y el segundo iman 522
en una direccion desde la primera superficie enfrentada 521a hacia la segunda superficie enfrentada 522a.

En este caso, el primer iman 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccidén desde la
primera superficie enfrentada 521a hacia la primera superficie opuesta 521b. En este momento, el segundo iman
522 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la segunda superficie opuesta
522b hacia la segunda superficie enfrentada 522a.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el segundo iman 522. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 12, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccidén hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 12, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

También, el campo magnético principal M.M.F se puede producir entre el primer iméan 521 y el tercer iman 523 en
una direccién desde la primera superficie enfrentada 521a hacia la tercera superficie enfrentada 523a.

En este caso, el primer iman 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccidén desde la
primera superficie enfrentada 521a hacia la primera superficie opuesta 521b. En este momento, el tercer iman 523
puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la tercera superficie opuesta 523b
hacia la tercera superficie enfrentada 523a.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el tercer iman 523. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementacidn ilustrada en (a) de la FIG. 12, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccidén hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de arco A.P
se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 12, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

Por otra parte, se puede producir un campo magnético entre el primer iman 521 y el cuarto iman 524 en una
direccién de repulsién.

Por consiguiente, un campo magnético emitido desde la primera superficie enfrentada 521a puede no alcanzar la
cuarta superficie enfrentada 524a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético puede fortalecer un campo magnético principal M.M.F.

De manera similar, un campo magnético emitido desde la cuarta superficie enfrentada 524a puede no alcanzar la
primera superficie enfrentada 521a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético también puede fortalecer el campo magnético principal M.M.F.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 13, la primera superficie enfrentada 521a y la cuarta superficie enfrentada 524a se
pueden magnetizar al polo S. Ademés, la segunda superficie enfrentada 522a y la tercera superficie enfrentada 523a
se pueden magnetizar al polo N.

Por lo tanto, el campo magnético principal M.M.F se puede producir entre el primer iman 521 y el segundo iman 522
en una direccién desde la segunda superficie enfrentada 522a hacia la primera superficie enfrentada 521a.

En este momento, el primer iman 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde
la primera superficie opuesta 521b hacia la primera superficie enfrentada 521a. También, el segundo imén 522
puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la segunda superficie enfrentada 522a
hacia la segunda superficie opuesta 522b.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.
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Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 13, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 13, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

También, el campo magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el tercer iman 523 puede
avanzar desde la tercera superficie enfrentada 523a hacia la primera superficie enfrentada 521a.

En este momento, el primer imén 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direcciéon desde
la primera superficie opuesta 521b hacia la primera superficie enfrentada 521a. También, el tercer iman 523 puede
producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la tercera superficie enfrentada 523a hacia la
tercera superficie opuesta 523b.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el tercer iman 523. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 13, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 13, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccidén hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

Por consiguiente, un campo magnético emitido desde la primera superficie opuesta 521b puede no alcanzar la
cuarta superficie enfrentada 524a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético puede fortalecer un campo magnético principal M.M.F.

De manera similar, un campo magnético emitido desde la cuarta superficie opuesta 524b puede no alcanzar la
primera superficie enfrentada 521a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético también puede fortalecer el campo magnético principal M.M.F.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 14, la primera superficie enfrentada 521a y la cuarta superficie enfrentada 524a se
pueden magnetizar al polo N. Ademas, la segunda superficie enfrentada 522a y la tercera superficie enfrentada 523a
se pueden magnetizar al polo S.

Por lo tanto, el campo magnético principal M.M.F se puede producir entre el primer iman 521 y el segundo iman 522
en una direccién desde la primera superficie enfrentada 521a hacia la segunda superficie enfrentada 522a.

En este caso, el primer iman 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccidén desde la
primera superficie enfrentada 521a hacia la primera superficie opuesta 521b. En este momento, el segundo iman
522 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la segunda superficie opuesta
522b hacia la segunda superficie enfrentada 522a.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el segundo iman 522. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 14, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 14, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

También, el campo magnético principal M.M.F se puede producir entre el primer iméan 521 y el tercer iman 523 en
una direccién desde la primera superficie enfrentada 521a hacia la tercera superficie enfrentada 523a.

En este caso, el primer iman 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la
primera superficie enfrentada 521a hacia la primera superficie opuesta 521b. En este momento, el tercer iman 523
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puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la tercera superficie opuesta 523b
hacia la tercera superficie enfrentada 523a.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el tercer iman 523. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementaciédn ilustrada en (a) de la FIG. 14, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco A.P
se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccion de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 14, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccion de la fuerza electromagnética.

Por otra parte, se puede producir un campo magnético entre el primer iman 521 y el cuarto iman 524 en una
direccién de repulsién.

Por consiguiente, un campo magnético emitido desde la primera superficie enfrentada 521a puede no alcanzar la
cuarta superficie enfrentada 524a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético puede reforzar un campo magnético principal M.M.F.

De manera similar, un campo magnético emitido desde la cuarta superficie enfrentada 524a puede no alcanzar la
primera superficie enfrentada 521a sino moverse hacia el primer contactor fijjo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético también puede reforzar el campo magnético principal M.M.F.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 15, la primera superficie enfrentada 521a y la cuarta superficie enfrentada 524a se
pueden magnetizar al polo S. Ademés, la segunda superficie enfrentada 522a y la tercera superficie enfrentada 523a
se pueden magnetizar al polo N.

Por lo tanto, el campo magnético principal M.M.F se puede producir entre el primer iman 521 y el segundo iman 522
en una direccién desde la segunda superficie enfrentada 522a hacia la primera superficie enfrentada 521a.

En este momento, el primer iman 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde
la primera superficie opuesta 521b hacia la primera superficie enfrentada 521a. También, el segundo imén 522
puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la segunda superficie enfrentada 522a
hacia la segunda superficie opuesta 522b.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el segundo iman 522. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 15, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 15, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

También, el campo magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el tercer iman 523 puede
avanzar desde la tercera superficie enfrentada 523a hacia la primera superficie enfrentada 521a.

En este momento, el primer imén 521 puede producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde
la primera superficie opuesta 521b hacia la primera superficie enfrentada 521a. También, el tercer iman 523 puede
producir el campo magnético secundario S.M.F en una direccién desde la tercera superficie enfrentada 523a hacia la
tercera superficie opuesta 523b.

El campo magnético secundario S.M.F se puede producir en la misma direccién que el campo magnético principal
M.M.F producido entre el primer iméan 521 y el tercer iman 523. Esto puede aumentar la intensidad del campo
magnético principal M.M.F producido entre el primer iman 521 y el segundo iman 522.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 15, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.
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De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 15, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccion de la fuerza electromagnética.

Por consiguiente, un campo magnético emitido desde la primera superficie opuesta 521b puede no alcanzar la
cuarta superficie enfrentada 524a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético puede fortalecer un campo magnético principal M.M.F.

De manera similar, un campo magnético emitido desde la cuarta superficie opuesta 524b puede no alcanzar la
primera superficie enfrentada 521a sino moverse hacia el primer contactor fijo 220a o el segundo contactor fijo 220b.
El campo magnético también puede fortalecer el campo magnético principal M.M.F.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

En esta implementacién, un dnico iman, esto es, el primer iman 521 puede estar dispuesto sobre la primera
superficie 511 o la segunda superficie 512. Ademas, una pluralidad de imanes, esto es, el segundo iman 522, el
tercer iman 523 y el cuarto iman 524 pueden estar dispuestos a distancias predeterminadas unos de otros sobre la
segunda superficie 512 que mira hacia la primera superficie 511 o la primera superficie 511 que mira hacia la
segunda superficie 512.

El primer iman 521 y el cuarto iman 524 se pueden disponer coaxialmente. Una linea recta imaginaria que conecta el
centro longitudinal C1 del primer iman 521 y el centro longitudinal C4 del cuarto iman 524 puede pasar a través de la
regién central C.

También, la primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521 puede tener la misma polaridad que la de la
cuarta superficie enfrentada 524a del cuarto iman 524. La primera superficie enfrentada 521a del primer iman 521
puede tener una polaridad diferente de la de la segunda superficie enfrentada 522a del segundo iman 522 y la
tercera superficie enfrentada 523a del tercer imén 523.

Se pueden generar campos magnéticos en una direccién de un iman a otro iman entre el primer iman 521 y el
segundo iman 522 y entre el primer iman 522 y el tercer iman 523.

También, se puede producir un campo magnético en la regidén central C por el primer iman 521 y el cuarto iman 524
en una direccién de repulsion. El campo magnético puede fortalecer los campos magnéticos principales M.M.F
producidos entre el primer iman 521 y el segundo iman 522 y entre el primer iman 521 y el tercer imén 523.

Por lo tanto, una fuerza electromagnética se puede generar cerca de cada uno de los contactores fijos 220a y 220b
por los campos magnéticos en una direccion lejos de la regién central C. Esto puede evitar que se dafien los
componentes dispuestos en la regién central C.

(2) Descripcidn de la trayectoria de arco A.P formada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 600 segln
otra implementacién

De aqui en adelante, una trayectoria de arco A.P generada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 600
segun otra implementacién mas se describira en detalle, con referencia a las FIGS. 16 y 19.

Con respecto a una direccion de flujo de corriente en (a) de la FIG. 16, (a) de la FIG. 17, (a) de la FIG. 18 y (a) de la
FIG. 19, la corriente puede fluir hacia el segundo contactor fijo 220b y fluir hacia fuera a través del primer contactor
fijo 220a a través del contactor mévil 430.

Con respecto a una direccion de flujo de corriente en (b) de la FIG. 16, (b) de la FIG. 17, (b) de la FIG. 18 y (b) de la
FIG. 19, la corriente puede fluir hacia el primer contactor fijo 220a y fluir hacia fuera a través del segundo contactor
fijo 220b a través del contactor mévil 430.

Haciendo referencia a la FIG. 16, la primera superficie enfrentada 621a y la cuarta superficie enfrentada 624a se
pueden magnetizar al polo N. Ademas, la segunda superficie enfrentada 622a y la tercera superficie enfrentada 623a
se pueden magnetizar al polo S.

El proceso y la direccidn en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 621 y el segundo iman 622 son los mismos que los de la implementacioén anterior de la
FIG. 12.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 16, una fuerza electromagnética se puede generar

cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.
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De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 16, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijjo 220a en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 621 y el tercer iman 623 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 12.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 16, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccidén hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de arco A.P
se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 16, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iman 621 y el
cuarto iman 624 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 12.

Haciendo referencia a la FIG. 17, la primera superficie enfrentada 621a y la cuarta superficie enfrentada 624a se
pueden magnetizar al polo S. Ademés, la segunda superficie enfrentada 622a y la tercera superficie enfrentada 623a
se pueden magnetizar al polo N.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 621 y el segundo iman 622 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 13.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 17, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 17, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 621 y el tercer iman 623 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 13.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 17, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 17, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iméan 621 y el
cuarto iman 624 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 13.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 18, la primera superficie enfrentada 621a y la cuarta superficie enfrentada 624a se
pueden magnetizar al polo N. Ademas, la segunda superficie enfrentada 622a y la tercera superficie enfrentada 623a
se pueden magnetizar al polo S.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 621 y el segundo iman 622 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 14.

Por consiguiente, en la implementaciédn ilustrada en (a) de la FIG. 18, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 18, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.
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El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 621 y el tercer iman 623 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 14.

Por consiguiente, en la implementaciédn ilustrada en (a) de la FIG. 18, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco A.P
se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccion de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 18, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iméan 621 y el
cuarto iman 624 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 14.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 19, la primera superficie enfrentada 621a y la cuarta superficie enfrentada 624a se
pueden magnetizar al polo S. Ademés, la segunda superficie enfrentada 622a y |a tercera superficie enfrentada 623a
se pueden magnetizar al polo N.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 621 y el segundo iman 622 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 15.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 19, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 19, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 621 y el tercer iman 623 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 15.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 19, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 19, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccion de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iméan 621 y el
cuarto iman 624 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 15.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

En esta implementacién, un Unico iman, esto es, el primer imén 621, se puede disponer sobre la primera superficie
611 o la segunda superficie 612. Ademas, una pluralidad de imanes, esto es, el segundo iman 622, el tercer imén
623 y el cuarto iman 624, se pueden disponer a distancias predeterminadas unos de otros sobre la segunda
superficie 612 que mira hacia la primera superficie 611 o la primera superficie 611 que mira hacia la segunda
superficie 612.

El primer iman 621 y el cuarto iman 624 se pueden disponer coaxialmente. Una linea recta imaginaria que conecta el
centro longitudinal C1 del primer iman 621 y el centro longitudinal C4 del cuarto iman 624 puede pasar a través de la
regién central C.

También, la primera superficie enfrentada 621a del primer iman 621 puede tener la misma polaridad que la de la
cuarta superficie enfrentada 624a del cuarto iman 624. La primera superficie enfrentada 621a del primer iman 621
puede tener una polaridad diferente de la de la segunda superficie enfrentada 622a del segundo iman 622 y la
tercera superficie enfrentada 623a del tercer imén 623.
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Por lo tanto, un campo magnético se puede producir en la regién central C por el primer iman 621 y el cuarto iman
624 en una direccion de repulsién. Se pueden generar campos magnéticos en una direccién de un iméan a otro imén
entre el primer imén 621 y el segundo iman 622 y entre el primer iman 621 y el tercer iman 623.

En este caso, la longitud de extension L4 del cuarto iman 624 puede ser mas larga que la longitud de extensién L2
del segundo imén 622 y la longitud de extensién L3 del tercer iméan 623. Por lo tanto, se puede fortalecer un campo
magnético que se produce entre el primer iman 621 y el cuarto iman 624 en una direccién de repulsién.

Por consiguiente, un campo magnético més fuerte se puede producir cerca de la regién central C en la direccidén de
repulsién. El campo magnético puede fortalecer los campos magnéticos principales M.M.F producidos entre el
primer iman 621 y el segundo imén 622 y entre el primer iman 621 y el tercer iman 623.

Por lo tanto, una fuerza electromagnética més fuerte se puede generar cerca de cada uno de los contactores fijos
220a y 220b por los campos magnéticos en una direccion lejos de la regién central C. Esto puede evitar que se
dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

(3) Descripcidn de la trayectoria de arco A.P formada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 700 segun
otra implementacién mas

De aqui en adelante, una trayectoria de arco A.P generada por la unidad de formacién de trayectoria de arco 700
segun otra implementacién mas se describira en detalle, con referencia a las FIGS. 20 y 23.

Con respecto a una direccion de flujo de corriente en (a) de la FIG. 20, (a) de la FIG. 21, (a) de la FIG. 22 y (a) de la
FIG. 23, la corriente puede fluir hacia el segundo contactor fijo 220b y fluir hacia fuera a través del primer contactor
fijo 220a a través del contactor mévil 430.

Con respecto a una direccién de flujo de corriente en (b) de la FIG. 20, (b) de la FIG. 21, (b) de la FIG. 22y (b) de la
FIG. 23, la corriente puede fluir hacia el primer contactor fijo 220a y fluir hacia fuera a través del segundo contactor
fijo 220b a través del contactor mévil 430.

Haciendo referencia a la FIG. 20, la primera superficie enfrentada 721a y la cuarta superficie enfrentada 724a se
pueden magnetizar al polo N. Ademas, la segunda superficie enfrentada 722a y la tercera superficie enfrentada 723a
se pueden magnetizar al polo S.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 721 y el segundo iman 722 son los mismos que los de la implementacioén anterior de la
FIG. 12.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 20, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 20, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijjo 220a en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 721 y el tercer iman 723 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 12.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 20, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de arco A.P
se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 20, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iméan 721 y el
cuarto iman 724 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 12.

Haciendo referencia a la FIG. 21, la primera superficie enfrentada 721a y la cuarta superficie enfrentada 724a se
pueden magnetizar al polo S. Ademés, la segunda superficie enfrentada 722a y la tercera superficie enfrentada 723a
se pueden magnetizar al polo N.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer imén 721 y el segundo iman 722 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 13.
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Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 21, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 21, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccidn en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 721 y el tercer iman 723 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 13.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 21, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijjo 220b en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 21, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iméan 721 y el
cuarto iman 724 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 13.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 22, la primera superficie enfrentada 721a y la cuarta superficie enfrentada 724a se
pueden magnetizar al polo N. Ademas, la segunda superficie enfrentada 722a y la tercera superficie enfrentada 723a
se pueden magnetizar al polo S.

El proceso y la direccidn en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 721 y el segundo iman 722 son los mismos que los de la implementacioén anterior de la
FIG. 14.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 22, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 22, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco
A.P se puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 721 y el tercer iman 723 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 14.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 22, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de arco A.P
se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccion de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 22, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se refuerza por el primer iméan 721 y el
cuarto iman 724 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 14.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

Haciendo referencia a la FIG. 23, la primera superficie enfrentada 721a y la cuarta superficie enfrentada 724a se
pueden magnetizar al polo S. Ademés, la segunda superficie enfrentada 722a y la tercera superficie enfrentada 723a
se pueden magnetizar al polo N.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iméan 721 y el segundo iman 722 son los mismos que los de la implementacioén anterior de la
FIG. 15.
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Por consiguiente, en la implementacidn ilustrada en (a) de la FIG. 23, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte trasera derecha. La trayectoria de arco AP se
puede formar hacia la parte trasera derecha en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 23, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del primer contactor fijo 220a en una direccién hacia la parte delantera izquierda. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccidn en los que el campo magnético principal M.M.F y el campo magnético secundario S.M.F se
producen por el primer iman 721 y el tercer iman 723 son los mismos que los de la implementacién anterior de la
FIG. 15.

Por consiguiente, en la implementacién ilustrada en (a) de la FIG. 23, una fuerza electromagnética se puede generar
cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte trasera izquierda. La trayectoria de arco A.P se
puede formar hacia la parte trasera izquierda en la direccién de la fuerza electromagnética.

De manera similar, en la implementacion ilustrada en (b) de la FIG. 23, una fuerza electromagnética se puede
generar cerca del segundo contactor fijo 220b en una direccién hacia la parte delantera derecha. La trayectoria de
arco A.P se puede formar hacia la parte delantera derecha en la direccion de la fuerza electromagnética.

El proceso y la direccién en los que el campo magnético principal M.M.F se fortalece por el primer iman 721 y el
cuarto iman 724 son los mismos que los de la implementacién anterior de la FIG. 15.

Por consiguiente, la trayectoria de arco A.P del arco generado no se puede formar hacia la regién central C. Esto
puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

En esta implementacién, un Unico iman, esto es, el primerimén 721, se puede disponer sobre la primera superficie
711 o la segunda superficie 712. Ademas, una pluralidad de imanes, esto es, el segundo iman 722, el tercer iman
723 y el cuarto iman 724, se pueden disponer a distancias predeterminadas unos de otros sobre la segunda
superficie 712 que mira hacia la primera superficie 711 o la primera superficie 711 que mira hacia la segunda
superficie 712.

El primer iman 721 y el cuarto iméan 724 se pueden disponer coaxialmente. Una linea recta imaginaria que conecta el
centro longitudinal C1 del primer iman 721 y el centro longitudinal C4 del cuarto iman 724 puede pasar a través de la
regién central C.

También, la primera superficie enfrentada 721a del primer iméan 721 puede tener la misma polaridad que la de la
cuarta superficie enfrentada 724a del cuarto iman 724. La primera superficie enfrentada 721a del primer iman 721
puede tener una polaridad diferente de la de la segunda superficie enfrentada 722a del segundo iman 722 y la
tercera superficie enfrentada 723a del tercer imén 723.

Se pueden generar campos magnéticos en una direccién de un iman a otro iman entre el primer iman 721 y el
segundo iman 722 y entre el primer iman 721 y el tercer iman 723.

Se puede producir un campo magnético en la regién central C por el primeriman 721 y el cuarto iman 724 en una
direccién de repulsién. El campo magnético puede reforzar los campos magnéticos principales M.M.F producidos
entre el primer imén 721 y el segundo iman 722 y entre el primer iman 721 y el tercer iman 723.

En este caso, la longitud de extensién L2 del segundo iman 722, la longitud de extensién L3 del tercer iman 723y la
longitud de extensién L4 del cuarto iman 724 pueden ser todas iguales. Por consiguiente, cuando se ven con
respecto a la region central C, los campos magnéticos se pueden producir simétricamente en la direccidén
longitudinal, es decir, en las direcciones izquierda y derecha en la implementacién ilustrada.

Por lo tanto, una fuerza electromagnética se puede generar cerca de cada uno de los contactores fijos 220a y 220b
por los campos magnéticos en una direccion lejos de la regién central C. Al mismo tiempo, dado que los campos
magnéticos se forman simétricamente con respecto a la regiéon central C, la fuerza electromagnética también se
puede generar simétricamente. Esto puede evitar que se dafien los componentes dispuestos en la regién central C.

La unidad de formacién de trayectoria de arco 500, 600, 700 segun cada implementacién puede producir un campo
magnético. El campo magnético puede permitir que se genere una fuerza electromagnética en una direccién lejos de
la regién central C.

Un arco generado cuando el contactor fijo 220 y el contactor mévil 430 se separan uno de otro puede moverse a lo
largo de una trayectoria de arco A.P formada a lo largo de la fuerza electromagnética. Por lo tanto, el arco generado
puede moverse lejos de la regién central C.

Esto puede evitar que diversos componentes del relé de DC 10 dispuestos en la regién central C se dafien debido al
arco generado.
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Aunque la descripcién anterior se ha dado con referencia a las implementaciones preferidas de la presente
descripcién, se entenderéa que los expertos en la técnica son capaces de modificar y cambiar de maneras diversas la
presente descripcion sin apartarse del alcance de la invencion descrito en las reivindicaciones a continuacion.

10: Relé de DC

100: Parte de marco

110: Marco superior

120: Marco inferior

130: Placa aislante

140: Placa de soporte

200: Parte de apertura/cierre
210: Cémara de arco

220: Contactor fijo

220a: Primer contactor fijo
220b: Segundo contactor fijo
230: Miembro de sellado
300: Parte de nucleo

310: Nucleo fijo

320: Nucleo movil

330: York

340: Carrete

350: Bobina

360: Resorte de retorno

370: Cilindro

400: Parte de contactor movil
410: Carcasa

420: Cubierta

430: Contactor movil

440: Eje

450: Parte eléstica

500: Unidad de formacién de trayectoria de arco segln una implementacién
510: Marco de iman

511: Primera superficie

512: Segunda superficie
513: Tercera superficie

514: Cuarta superficie

515: Abertura de descarga de arco

516: Parte de espacio
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520: Iman (unidad de iman)

521: Primer imén

521a: Primera superficie enfrentada

521b: Primera superficie opuesta

522: Segundo iman

522a: Segunda superficie enfrentada

522b: Segunda superficie opuesta

523: Terceriman

523a: Tercera superficie enfrentada principal
523b: Tercera superficie opuesta principal
524: Cuarto imén

524a: Cuarta superficie enfrentada principal

524b: Cuarta superficie opuesta principal

600: Unidad de formacién de trayectoria de arco segun otra implementacién

610: Marco de iméan

611: Primera superficie

612: Segunda superficie

613: Tercera superficie

614: Cuarta superficie

615: Abertura de descarga de arco

616: Parte de espacio

620: Iméan

621: Primer iman

621a: Primera superficie enfrentada

621b: Primera superficie opuesta

622: Segundo imén

622a: Segunda superficie enfrentada

622b: Segunda superficie opuesta

623: Terceriman

623a: Tercera superficie enfrentada principal
623b: Tercera superficie opuesta principal
624: Cuarto iman

624a: Cuarta superficie enfrentada principal
624b: Cuarta superficie opuesta principal
700: Unidad de formacién de trayectoria segln otra implementacién mas
710: Marco de iman

711: Primera superficie
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712: Segunda superficie

713: Tercera superficie

714: Cuarta superficie

715: Abertura de descarga de arco

716: Parte de espacio

720: Imén

721: Primer imén

721a: Primera superficie enfrentada

721b: Primera superficie opuesta

722: Segundo iman

722a: Segunda superficie enfrentada

722b: Segunda superficie opuesta

723: Terceriman

723a: Tercera superficie enfrentada principal

723b: Tercera superficie opuesta principal

724: Cuarto imén

724a: Cuarta superficie enfrentada principal

724b: Cuarta superficie opuesta principal

1000: Relé de DC segun la técnica relacionada
1100: Contacto fijo segun la técnica relacionada
1200: Contacto mévil segun la técnica relacionada
1300: Iman permanente segun la técnica relacionada
1310: Primer imén permanente segln la técnica relacionada
1320: Segundo imén permanente segun la técnica relacionada
C: Regién central de parte de espacio 516, 616, 716, 816
M.M.F: Campo magnético principal

S.M.F: Campo magnético secundario

A.P: Trayectoria de arco

C1: Centro longitudinal del primer iman

C2: Centro longitudinal del segundo imén

C3: Centro longitudinal del tercer iman

C4: Centro longitudinal del cuarto imén

L1: Longitud de extensién del primer iman

L2: Longitud de extensién del segundo iman

L3: Longitud de extensién del tercer imén

L4: Longitud de extension del cuarto imén
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REIVINDICACIONES
1. Una unidad de formacién de trayectoria de arco (500), que comprende:

un marco de iman (510) que tiene un espacio interior, y que comprende una pluralidad de superficies que rodean el
espacio interior; e

imanes (520) acoplados a la pluralidad de superficies para formar campos magnéticos en el espacio interior,
en donde la pluralidad de superficies comprenden:
una primera superficie (511) que se extiende en una direccién; y

una segunda superficie (512) dispuesta para mirar hacia la primera superficie (511) y que se extiende en una
direccion,

en donde los imanes (520) comprenden:
un primer iman (521) dispuesto sobre una de la primera superficie (511) y la segunda superficie (512);
un segundo iméan (522) dispuesto sobre otra de la primera superficie (511) y la segunda superficie (512);

un tercer iman (523) dispuesto sobre la otra superficie y que estd separado del segundo iman (522) por una
distancia predeterminada; y

un cuarto imén (524) dispuesto en la otra superficie entre el segundo iman (522) y el tercer iman (523), y

en donde una primera superficie enfrentada (521a) del primer iméan (521) que mira hacia la otra superficie tiene una
polaridad igual a una polaridad de una cuarta superficie enfrentada (524a) del cuarto iman (524) que mira hacia la
superficie, y

tiene una polaridad diferente de una polaridad de una segunda superficie enfrentada (522a) del segundo iman (522)
y una tercera superficie enfrentada (523a) del tercer iman (523) ambas que miran hacia la superficie, en donde el
primer imén (521), el segundo imén (522), el tercer iman (523) y el cuarto iman (524) se extienden en una direccién,

en donde el primer iman (521) se extiende mas largo que el segundo iméan (522), el tercer iman (523), y el cuarto
iméan (524),

en donde el primer iman (521) se superpone al cuarto iman (524) a lo largo de una direccién longitudinal, y

en donde el primer iman (521) se superpone parcialmente al segundo iman (522) y al tercer imén (523) a lo largo de
la direccién longitudinal.

2. La unidad de formacién de trayectoria de arco de la reivindicacién 1, en donde un centro del espacio est4 situado
en una linea recta imaginaria que conecta el centro del primer iman (521) en la direccién de extension y el centro del
cuarto iman (524) en la direccidén de extension.

3. La unidad de formacion de trayectoria de arco de la reivindicacién 2, en donde el primer iman (521) esta dispuesto
sobre la primera superficie (511) y el segundo imén (522), el tercer iman (523) y el cuarto iman (524) estén
dispuestos sobre la segunda superficie (512),

en donde la primera superficie enfrentada (521a) del primer iman (521) y la cuarta superficie enfrentada (524a) del
cuarto iman (524) tienen un polo N, y

en donde la segunda superficie enfrentada (522a) del segundo iman (522) y la tercera superficie enfrentada (523a)
del tercer imén (523) tienen un polo S.

4. La unidad de formacidén de trayectoria de arco de la reivindicacién 2, en donde una distancia entre el segundo
iman (522) y el cuarto iman (524) es igual a una distancia entre el tercer iman (523) y el cuarto iman (524).

5. La unidad de formacién de trayectoria de arco de la reivindicacién 4, en donde el cuarto iman (524) se extiende
méas largo que el segundo iman (522) y el tercer iman (523).

6. La unidad de formacidén de trayectoria de arco segln la reivindicaciéon 4, en donde el cuarto iman (524) se
extiende més corto que el segundo iman (522) y el tercer iméan (523).

7. La unidad de formacién de trayectoria de arco de la reivindicacién 4, en donde el segundo iméan (522), el tercer
iman (523) y el cuarto iman (524) se extienden en la misma longitud.

8. Un relé de corriente continua (10), que comprende:
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un contactor fijo (220) que se extiende en una direccion;
un contactor mévil (430) configurado para ser puesto en contacto con o separado del contactor fijo (220); y

una unidad de formacién de trayectoria de arco (500) que tiene un espacio interior para alojar el contactor fijo (220) y
el contactor moévil (430), y configurada para producir un campo magnético en el espacio interior para formar una
trayectoria de descarga de un arco generado cuando el contactor fijo (220) y el contactor mévil (430) se separan uno
de oftro,

caracterizado por que la unidad de formacién de trayectoria de arco (500) se proporciona segun cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7.
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